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1製品の概要 

GOWINセミコンダクターの GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品

は、SRAM PUF技術ベースのセキュアルートをサポートします。各デバ

イスには、デバイスの外部またはデバイスの開発・製造中に絶対に公開さ

れない一意のキーペアがベンダーから提供されます。GW1NSERシリー

ズの安全 FPGA製品には、Intrinsic ID BroadKey-Proセキュリティライブ

ラリが組み込まれているため、一般的なセキュリティ機能をユーザーアプ

リケーションに簡単に統合できます。GOWINの安全 FPGAは、コンシュ

ーマ、産業用 IoT、エッジ、およびサーバー管理などの幅広いアプリケー

ションに適用できます。 

GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品は、GW1NSRシリーズ FPGA

製品と同じハードウェア・コンポーネントを備えています。両者の唯一の

違いは、製造中に GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品の不揮発性 Flash

にワンタイム・プログラマブル(OTP)認証コードが事前に保存されること

です。この認証コードを備えたデバイスは、暗号化、復号化、キー/公開

キーの生成、安全な通信などのアプリケーションに使用できます。 

GOWINセミコンダクターは、合成、配置配線、ビットストリームフ

ァイルの生成およびダウンロードなどのワンストップサービスをサポート

する、自社で研究開発した市場志向の新世代 FPGAハードウェア開発環

境を提供します。 

1.1 特徴

 低消費電力 

- 55nmオンチップ Flash技術 

- コア電圧：1.2V 

- LVバージョンをサポート 

- クロックの動的 ON/OFFをサポ

ート 

 HyperRAMを統合 

 NOR Flashを統合 

 ハードコア・マイクロプロセッサ 

- Cortex-M3 32ビット RISCコア 

- 小型パッケージ組み込みアプリケ

ーション向けに最適化された

ARM3v7Mアーキテクチャ 

- 柔軟性のある制御メカニズムを備

えた、シンプルな 24ビットクリ

アオンライト、デクリメント、ラ

ップオンゼロのカウンタを提供す

るシステムタイマ 

- より高いコード密度を実現する、

Thumb互換の Thumb-2命令セッ
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トプロセッサ 

- 最大 80 MHzの動作周波数 

- ハードウェア除算とシングルサイ

クル乗算 

- 割り込み処理を提供する統合型
NVIC 

- 8つの優先度を持つ 26の割り込

み 

- オペレーティングシステムの機能

を保護するための特権モードを提

供するメモリ保護ユニット(MPU) 

- データを効率的にメモリにパック

することを可能にするアンアライ

ンド・データアクセス 

- 最大限のメモリ使用率と改善され

た周辺機器制御を実現したアトミ

ックビット操作(Bit-banding) 

- Timer0と Timer1 

- UART0と UART1 

- watchdog 

- デバッグポート：JTAGと TPIU 

 OTP認証コードを提供 

 コンフィギュレーション Flash 

- NOR Flash 

- 10,000回の書き込みサイクル 

- 10年以上のデータ保持時間

(+85℃) 

 複数の I/O規格をサポート 

- LVCMOS33/25/18/15/12；

LVTTL33，SSTL33/25/18 I， 

SSTL33/25/18 II，SSTL15；

HSTL18 I，HSTL18 II，HSTL15 

I；PCI，LVDS25，RSDS，

LVDS25E，BLVDSE，

MLVDSE，LVPECLE，RSDSE 

- 入力信号のヒステリシス・オプシ

ョンを提供 

- 出力信号のドライブ強度オプショ

ンを提供 

- 各 I/Oに独立した Bus Keeper、

プルアップ/プルダウン抵抗、お

よび Open Drain出力オプション

を提供 

- ホットプラグをサポート 

 GPIOによる MIPI D-PHY RX/TXを

サポート 

- MIPI CSI-2および MIPI 

DSI(RX/TX)インターフェースを

サポート。転送レート(レーンあ

たり)は最大 1.2Gbps 

- TLVDS、ELVDS、MIPI IOの 3つ

の IOタイプを利用可能。詳しく

は、2.9 GPIOによるMIPI D-

PHY RX/TXをサポートを参照し

てください。 

 豊富な基本論理ユニット 

- 4入力 LUT(LUT4) 

- シフトレジスタをサポート 

 複数のモードの SRAMをサポート 

- デュアル・ポート、シングル・ポ

ート、およびセミ・デュアル・ポ

ート・モードをサポート 

 柔軟な PLLリソース 

- クロックの周波数逓倍、分周、お

よび位相調整を実現 

- グローバル・クロックをサポート 

 オンチップ Flashプログラミング 

- インスタントオン 

- セキュリティ・ビットに対する操

作をサポート 

- AUTO BOOT及び DUAL BOOT

プログラミングモードをサポート 

 プログラミング・コンフィギュレー

ション・モード 

- JTAGコンフィギュレーション・

モードをサポート 

- 複数の GowinCONFIGコンフィ

ギュレーション・モードをサポー

ト：AUTOBOOT、SSPI、

MSPI、CPU、SERIAL
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1.2 製品情報一覧 
表 1-1製品情報一覧 

デバイス GW1NSER-4C 

LUT4 4,608 

フリップフロップ(FF) 3,456 

ブロックSRAM(BSRAM)の容量(ビット) 180K 

ブロックSRAM(BSRAM)の数(個) 10 

乗算器(18 x 18 Multiplier) 16 

HyperRAM(ビット) 64M 

NOR FLASH(ビット) 32M  

位相同期回路(PLL) 2 

OSC 1、精度±5% 

ハードコア・プロセッサ Cortex-M3 

I/O Bank数 4 

最大GPIO数[1] 106 

コア電圧 1.2V 

注記： 

[1]最大 GPIO数は、パッケージの制限なしでデバイスが提供できる GPIOの最大数で

す。特定のパッケージで使用できる最大ユーザーI/O数については、表 1-3を参照し

てください。 
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1.3 パッケージ情報一覧 
表 1-2各パッケージのメモリ情報 

デバイス パッケージ Memoryタイプ 容量 幅(ビット) 

GW1NSER-4C 
QN48P HyperRAM 64Mb 8 bits 

QN48G NOR Flash 32Mb 1 bit 

 

表 1-3各パッケージの最大ユーザーI/O数(True LVDSペア数) 

パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) GW1NSER-4C 

QN48G 0.4 6 x 6 38(4) 

QN48P 0.4 6 x 6 38(4) 

注記： 

 JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG

機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に GPIOとして使用することはでき

ません。ただし、mode[2:0]=001の場合、JTAGSEL_Nピンが常に GPIOであり、

JTAGSEL_Nピンと JTAGの 4ピン(TCK、TMS、TDI、TDO)を同時に GPIOとして

使用できます。詳細については、『GW1NSERシリーズ FPGA製品パッケージ及び

ピンアウト ユーザーガイド(UG884)』を参照してください。 

 このマニュアルでは、パッケージタイプを表すために略語が使用されています。詳

細については、4.1デバイス・オーダー・コードを参照してください。 

 詳細については、『GW1NSER-4Cデバイス Pinout(UG883)』を参照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG884J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG883J.pdf
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2アーキテクチャ 

2.1 アーキテクチャの概要 

 

図 2-1アーキテクチャの説明図（GW1NSER-4C） 
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GW1NSERはシステムインパッケージの安全チップで GW1NSEシ

リーズ FPGA製品をもとにメモリチップをさらに統合しています。

HyperRAMの詳細については、2.3HyperRAMを参照してください。NOR 

FLASHの詳細については、2.4 NOR Flashを参照してください。 

GW1NSERデバイスのコアは、IOブロック(IOB)に囲まれた論理ブロ

ックの配列です。デバイスには、BSRAM、DSP、PLL、オンチップオシ

レータ、及びインスタントオン機能対応 User Flashが組み込まれていま

す。さらに、GW1NSER-4Cには Cortex-M3が組み込まれています。詳

細については、表 1-1を参照してください。 

GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品は、SRAM PUF技術ベースのセ

キュアルートをサポートしています。製造中に GW1NSERシリーズ安全

FPGA製品の不揮発性 Flashには、ワンタイム・プログラマブル(OTP)認

証コードが事前に保存されています。詳細については、2.2 OTP認証コー

ドを参照してください。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の基本的な構成要素は、CLUです。

デバイス内で行と列のマトリックスに配置されており、その行数と列数は
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デバイスの容量によって異なります。詳細については、2.5コンフィギャ

ラブル論理ユニットを参照してください。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の I/Oリソースは、Bank単位でデバ

イスの周辺に配置されています。I/Oリソースは複数の規格に対応し、ベ

ーシックモード、SDRモード、および汎用 DDRモードをサポートしま

す。詳細については、2.6入出力ブロックを参照してください。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の BSRAMは、デバイスの内部で行

として配列されており、1つの BSRAMは 3つの CLUの位置を占有しま

す。BSRAMは下記の 2つの使用方法を提供しますが、同時に使用するこ

とはできません。1つは、Cortex-M3プロセッサシステムのデータ格納用

SRAMリソースとして使用されることです。この場合、1 BSRAMの容量

は 16Kビットで、合計容量は 128Kビットです。もう 1つは、ユーザー

のメモリリソースとして使用されることです。この場合、１ BSRAMの

容量は 18Kビットで、合計容量は 180Kビットです。複数の構成モード

および動作モードがサポートされます。詳細については、2.7 BSRAMを

参照してください。 

GW1NSERシリーズ FPGAには、デジタル信号処理(DSP)モジュー

ルが組み込まれています。DSPブロックは、デバイス内部で行に配列さ

れ、各 DSPリソースは 9つの CLU位置を占有します。各 DSPブロック

には 2つのマクロセルがあり、各マクロセルには 2つの前置加算器(pre-

adder)、2つの 18ビット乗算器(multiplier)、及び 1つの 3入力算術論理

演算装置(ALU54)があります。詳細については、2.8 DSPリソースを参照

してください。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品には、PLLリソースがあります。

PLLモジュールは、合成可能なクロック周波数を提供しており、パラメー

タを設定することで、クロックの周波数の調整(逓倍及び分周)、位相の調

整、デューティサイクルの調整等の機能を実現できます。さらに、製品に

は、2.5MHzから 120MHzのクロック周波数をサポートし、MSPIコンフ

ィギュレーション・モードにクロックを提供する構成可能なオンチップオ

シレータが実装されています。また、オンチップオシレータはクロック精

度が±5％のユーザーデザイン用のクロックリソースを提供します。詳細

については、2.11クロックを参照してください。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の組み込まれたコンフィギュレーシ

ョン Flashリソースは、オンチップ Flashのプログラミングに使用され、

インスタントオン及びセキュリティ・ビットの操作をサポートします。ま

た、コンフィギュレーション Flashは、AUTO BOOT及び DUAL BOOT

コンフィギュレーション・モードをサポートします。詳細については、

2.14プログラミング・コンフィギュレーションを参照してください。 

Cortex-M3ハードコア・プロセッサは、システム起動時の 30MHzの

プログラム読み込みをサポートし、「メモリ」とのより高速なデータ/命令

送信をサポートします。AHB拡張バスは外部記憶装置との通信を容易に

します。また、APBバスは、UARTなどの周辺機器との通信を容易にし
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ます。GPIOインターフェースは外部インターフェースと通信するのに便

利です。FPGAのコンフィギュレーションにより、SPI、I2Cなどのイン

ターフェース/スタンダードにわたるコントローラ機能を実現できます。

詳細については、2.10 Cortex-M3を参照してください。 

また、FPGAデバイスには、FPGA内部のすべてのリソースを接続す

る、豊富なコンフィギャラブル配線ユニット(CRU、Configurable Routing 

Unit)があります。コンフィギャラブル論理ユニット(CLU)と IOB内部に

は、CLU内部リソースと IOB内部のロジックリソースを接続する配線リ

ソースが分布しています。配線リソースは、GOWINセミコンダクターの

Gowinソフトウェアによって自動的に生成されます。また、GW1NSER

シリーズ FPGA製品は、豊富な専用クロックリソース、ロングワイヤ・

リソース、グローバル・セット/リセット、およびプログラミング/コンフ

ィギュレーション・オプション等を提供しています。詳細については、

2.11クロック、2.12ロングワイヤおよび 2.13グローバル・セット/リセッ

トを参照してください。 

2.2 OTP認証コード 

OTP認証コードは、製造中に SRAM PUFによって生成され、安全

FPGA内部の不揮発性 Flashに事前に保存されます。この認証コードは一

意であり、変更できません。この認証コードに基づいて、ユーザーは、独

自のセキュリティアプリケーションを作成し、Intrinsic IDセキュリティソ

フトウェアライブラリを通じて、暗号化、復号化、キー/公開キーの生

成、安全な通信などを実装できます。 

OTP認証コードの特徴は次のとおりです： 

 SRAM PUFベースのセキュリティ要素 

- 内部 SRAM固有のプロパティに基づいてルートキーペアを生成 

- 電源を投入するたびに再生成されたルートキーペアは一意であ

り、デバイスに直接保存されない。 

 IID BroadKey-Proセキュリティライブラリ 

- デバイスの識別、暗号化、対称および非対称キーの生成を含む 

- 関数呼び出しのサンプルコードを含む 

 工場プロビジョニング 

- 初期化デバイスに SRAM PUFに基づいて生成されたキーペアあ

り 

- キーペアは製造中に漏洩することなし 

- 各デバイスには CSRと証明書あり  

 一般的なアプリケーション 

- セーフブート 

- キーと署名の生成 

- 暗号化/復号化 
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2.3 HyperRAM 

特徴 

 クロック周波数：200MHz 

 ダブル・データ・レート(Double Data Rate、DDR) 

 シングルエンドクロックと差動クロックをサポート 

 チップセレクト信号をサポート 

 データ幅：8ビット 

 ハードウェアリセットをサポート 

 読み出し書き込データストローブ(Read Write Data Strobe、RWDS) 

- 双方向データストローブ/マスク 

- 送信の開始時の出力でリフレッシュ・レイテンシを示す 

- 読み出し中の出力を読み出しデータストローブとして使用 

- 書き込み中の入力を書き込みデータマスクとして使用 

- ダイ・スタック・アドレス 

性能と消費電力 

 構成可能なドライブ強度 

 低消費電力モード：ハイブリッド・スリープモードとディープ・スリ

ープモード 

 構成可能なバースト特性： 

- リニアバーストをサポート 

- プログラム可能なバースト長：16、32、64、および 128バイト 

- ハイブリッド・バースト：1回のバースト操作とそれに続くリニ

アバースト 

 アレイのリフレッシュモード：フル・アレイ・リフレッシュとパーシ

ャル・アレイ・リフレッシュ 

 供給電源電圧：1.7V~2.0Vまたは 2.7V~3.6V 

HyperRAMの電源供給については、デバイスの pinoutマニュアルを

参照してください。 

Gowinソフトウェアの IP Core Generatorは、オンチップおよびオフ

チップ HyperRAM制御用のコントローラ IPをサポートしています。この

コントローラ IPを使用することにより、HyperRAMのパワーアップ初期

化、読み出しキャリブレーションなどを実現できます。詳細については、

『Gowin HyperRAM Memory Interface IPユーザーガイド(IPUG944)』を

参照してください。 

2.4 NOR Flash 

サフィックスが G(例：QN48G)のパッケージには、NOR Flashが組

み込まれています。 

特徴 

 32Mビットのメモリ領域、1ページあたり 256バイト 

 SPIをサポート 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG944J.pdf
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 クロック周波数：120MHz 

 8/16/32/64バイトデータの連続読み出しをサポート 

 ソフトウェア/ハードウェア書き込み保護： 

- ソフトウェアによる全部/一部メモリ書き込み保護 

- トップ/ボトムブロック書き込み保護 

 最小 100,000回のプログラミング/消去 

 高速プログラミング/消去： 

- ページプログラミング時間：0.5ms 

- セクター消去時間：45ms 

- ブロック消去時間：0.15s/0.25s 

- チップ消去時間：12s 

 柔軟なアーキテクチャ： 

- セクター：4Kバイト 

- ブロック：32/64Kバイト 

- 消去/プログラミングのサスペンド/レジューム 

 低消費電力： 

- スタンバイ電流：12uA 

- パワーダウン電流：1uA 

 安全性： 

- 各デバイスには一意の 128ビットの IDあり 

- OTPロック用の 3x1024バイトのセキュリティレジスタ 

 データ保持時間：20年 

Gowinは、SPI NOR Flashへのアクセスを可能にする汎用 SPI NOR 

Flash Interface IPを提供しています。詳細については、『Gowin SPI Nor 

Flash Interface IPユーザーガイド(IPUG945)』を参照してください。 

2.5 コンフィギャラブル論理ユニット 

コンフィギャラブル機能ユニット(CFU)とコンフィギャラブル論理ユ

ニット(CLU)は、Gowin FPGA製品のコアを構成する 2つの基本構成要素

です。各基本構成要素は、4つのコンフィギャラブル論理セクション

(CLS)と対応するコンフィギャラブル配線ユニット(CRU)で構成されま

す。その中で、3つの CLSにはそれぞれ 2つの 4入力ルックアップテー

ブル(LUT)と 2つのレジスタ(REG)が含まれ、もう 1つの CLSには 2つの

4入力 LUTのみが含まれます(図 2-2)。 

CLU内の CLSは、LUT、ALU、および ROMとして構成することが

でき、SRAMとして構成することはできません。CFU内の CLSは、アプ

リケーションシナリオに応じて、LUT、ALU、SRAM、および ROMとし

て構成することができます。 

CFUの詳細については、『Gowinコンフィギャラブル機能ユニット

(CFU)ユーザーガイド(UG288)』を参照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG945J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG288J.pdf
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図 2-2 CLU構造の説明図 

CRU

CLS2

CLU

LUT

LUT

LUT

LUT

REG

REG

LUT

LUT

REG

REG

LUT

LUT

REG

REG

CLS3

CLS1

CLS0

Carry to Right CLU

Carry from left CLU

REG/

SREG

REG/

SREG

 

注記： 

SREGを実装するには専用のパッチが必要です。詳細は、Gowinのテクニカル・サポ

ートにお問い合わせください。 

2.6 入出力ブロック 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の入出力ブロック(IOB)には、主に

I/O Buffer、I/Oロジック、及び対応するコンフィギャラブル配線ユニット

が含まれています。図 2-3に示すように、各 IOBには、差動ペアまたは 2

つのシングルエンド入出力として使用できる、2つのピン(A及び B)があ
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ります。 

図 2-3 IOB構造の説明図 
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GW1NSERシリーズ FPGA製品の IOBの特徴： 

 Bank毎に供給される VCCIO。 

 LVCMOS、PCI、LVTTL、LVDS、SSTL、および HSTL等複数のレベ

ル規格をサポート。GW1NSER-4Cの Bank3がシングルエンド

LVCMOS入力/出力と LVDS25E差動出力のみをサポート。 

 入力信号のヒステリシス・オプションを提供。 

 出力信号のドライブ強度オプションを提供。 

 各 I/Oに独立した Bus Keeper、プルアップ/プルダウン抵抗、および

Open Drain出力オプションを提供。 

 ホットプラグをサポート(GW1NSER-4Cの Bank3を除く)。 

 I/Oロジックはベーシックモード、SDRモード、及び DDRモード等

のモードをサポート。 

 GW1NSER-4Cの Bank0/Bank1が MIPI IOタイプによる MIPI入力を

サポート。 

 GW1NSER-4Cの Bank2が MIPI IOタイプによる MIPI出力をサポー

ト。 

 GW1NSER-4Cの Bank0/Bank1/Bank2が I3Cをサポート。 

2.6.1~ 2.6.4では、I/O規格、True LVDS設計、I/Oロジック、I/Oロ

ジックの動作モードが解説されています。入出力ブロックの詳細について

は、『Gowinプログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(UG289)』を参

照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
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2.6.1 I/O規格 

GW1NSERシリーズ FPGA製品には、4つの I/O Bankがあります。

各 Bankには独立した I/O電源 VCCIOがあります(図 2-4)。SSTL、HSTLな

どの入力規格をサポートするために、各 Bankには 1つの独立したリファ

レンス電圧(VREF)があります。ユーザーは Bank内部のリファレンス電圧

(0.5*VCCIOに相当)を使用するか、外部のリファレンス電圧(Bank内の何れ

か 1つの I/Oピンを外部 VREF入力として使用)を使用できます。 

図 2-4 GW1NSER-4Cデバイスの I/O Bankの配置図 
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GW1NSERシリーズ FPGA製品は、LVバージョンのみをサポートし

ています。 

GW1NSERシリーズ FPGA製品のコア電圧 VCCは 1.2Vです。 

LVバージョンの製品の内部にはリニアレギュレータがありません。

補助電圧 VCCXは 1.8V、2.5V、または 3.3Vに設定できます。I/O Bank電

圧 VCCIOは必要に応じて 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、または 3.3Vに設定で

きます。 

注記： 

 GW1NSER-4Cデバイスの Bank0/Bank1を MIPI入力に使用する場合、VCCIO0/VCCIO1

を 1.2Vに設定する必要があり、Bank2を MIPI出力に使用する場合、VCCIO2を 1.2V

に設定する必要があります。また、VCCXが 1.8Vに設定された場合の MIPIの速度

は、最大で VCCXが 2.5V/3.3Vに設定された場合の MIPIの速度の 60%です。 

 コンフィギュレーション中、デバイスのすべての GPIOは内部の弱いプルアップで

ハイインピーダンスの状態であり、コンフィギュレーション後、I/Oの状態はユー

ザーデザインおよび制約によって決定されます。コンフィギュレーション関連 I/O

の状態はコンフィギュレーション・モードにより異なります。 

各 I/O入出力規格の VCCIO要件は、表 2-1および表 2-2に示す通りで

す。 
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表 2-1 GW1NSERシリーズ FPGA製品でサポートされる出力 I/Oタイプ及び一部の

オプション 

I/O タイプ(出

力) 

シングルエンド /差

動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

LVCMOS33/ 
LVTTL33 

シングルエンド 3.3 4/8/12/16/24 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS25 シングルエンド 2.5 4/8/12/16 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS18 シングルエンド 1.8 4/8/12 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS15 シングルエンド 1.5 4/8 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS12 シングルエンド 1.2 4/8 
汎用インターフェー

ス 

SSTL25_I シングルエンド 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25_II シングルエンド 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33_I シングルエンド 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33_II シングルエンド 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18_I シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18_II シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL15 シングルエンド 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18_I シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18_II シングルエンド 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL15_I シングルエンド 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

PCI33 シングルエンド 3.3 4/8 
PC と組み込みシス

テム 

LVPECL33E 差動 3.3 16 高速データ転送 

MLVDS25E 差動 2.5 16 

LCD タイミングド

ライバーと列ドライ

バーのインターフェ

ース 

BLVDS25E 差動 2.5 16 
マルチポイント高速

データ転送 

RSDS25E 差動 2.5 8 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

LVDS25E 差動 2.5 8 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

MIPI 差動(MIPI) 1.2 3.5 

モバイル産業用プロ

セッサーインターフ

ェース 
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I/O タイプ(出

力) 

シングルエンド /差

動 
Bank VCCIO(V) ドライブ強度(mA) アプリケーション 

LVDS25 差動(True LVDS) 2.5/3.3 2/2.5/3.5/6 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

RSDS 差動(True LVDS) 2.5/3.3 2 
ポイントツーポイン

トの高速データ転送 

MINILVDS 差動(True LVDS) 2.5/3.3 2 

LCD タイミングド

ライバーと列ドライ

バーのインターフェ

ース 

PPLVDS 差動(True LVDS) 2.5/3.3 3.5 
LCD 行/列ドライバ

ー 

SSTL15D 差動 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25D_I 差動 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL25D_II 差動 2.5 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33D_I 差動 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL33D_II 差動 3.3 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18D_I 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

SSTL18D_II 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18D_I 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL18D_II 差動 1.8 8 
メモリインターフェ

ース 

HSTL15D_I 差動 1.5 8 
メモリインターフェ

ース 

LVCMOS12D 差動 1.2 4/8 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS15D 差動 1.5 4/8 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS18D 差動 1.8 4/8/12 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS25D 差動 2.5 4/8/12/16 
汎用インターフェー

ス 

LVCMOS33D 差動 3.3 4/8/12/16/24 
汎用インターフェー

ス 
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表 2-2 GW1NSERシリーズ FPGA製品でサポートされる入力 I/Oタイプ及び一部の

オプション 

I/Oタイプ(入力) 
シングルエ

ンド/差動 
Bank VCCIO(V) 

ヒステリシス・オプ

ションをサポートす

るか 

VREFが必要か 

LVCMOS33/ 
LVTTL33 

シングルエ

ンド 
3.3 Yes No 

LVCMOS25 
シングルエ

ンド 
2.5 Yes No 

LVCMOS18 
シングルエ

ンド 
1.8 Yes No 

LVCMOS15 
シングルエ

ンド 
1.5 Yes No 

LVCMOS12 
シングルエ

ンド 
1.2 Yes No 

SSTL15 
シングルエ

ンド 
1.5 No Yes 

SSTL25_I 
シングルエ

ンド 
2.5 No Yes 

SSTL25_II 
シングルエ

ンド 
2.5 No Yes 

SSTL33_I 
シングルエ

ンド 
3.3 No Yes 

SSTL33_II 
シングルエ

ンド 
3.3 No Yes 

SSTL18_I 
シングルエ

ンド 
1.8 No Yes 

SSTL18_II 
シングルエ

ンド 
1.8 No Yes 

HSTL18_I 
シングルエ

ンド 
1.8 No Yes 

HSTL18_II 
シングルエ

ンド 
1.8 No Yes 

HSTL15_I 
シングルエ

ンド 
1.5 No Yes 

LVCMOS33OD2
5 

シングルエ

ンド 
2.5 No No 

LVCMOS33OD1
8 

シングルエ

ンド 
1.8 No No 

LVCMOS33OD1
5 

シングルエ

ンド 
1.5 No No 

LVCMOS25OD1
8 

シングルエ

ンド 
1.8 No No 

LVCMOS25OD1
5 

シングルエ

ンド 
1.5 No No 

LVCMOS18OD1
5 

シングルエ

ンド 
1.5 No No 

LVCMOS15OD1
2 

シングルエ

ンド 
1.2 No No 
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I/Oタイプ(入力) 
シングルエ

ンド/差動 
Bank VCCIO(V) 

ヒステリシス・オプ

ションをサポートす

るか 

VREFが必要か 

LVCMOS25UD3
3 

シングルエ

ンド 
3.3 No No 

LVCMOS18UD2
5 

シングルエ

ンド 
2.5 No No 

LVCMOS18UD3
3 

シングルエ

ンド 
3.3 No No 

LVCMOS15UD1
8 

シングルエ

ンド 
1.8 No No 

LVCMOS15UD2
5 

シングルエ

ンド 
2.5 No No 

LVCMOS15UD3
3 

シングルエ

ンド 
3.3 No No 

LVCMOS12UD1
5 

シングルエ

ンド 
1.5 No No 

LVCMOS12UD1
8 

シングルエ

ンド 
1.8 No No 

LVCMOS12UD2
5 

シングルエ

ンド 
2.5 No No 

LVCMOS12UD3
3 

シングルエ

ンド 
3.3 No No 

PCI33 
シングルエ

ンド 
3.3 Yes No 

VREF1_DRIVE
R 

シングルエ

ン ド (Vref 

Input) 

1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 No Yes 

MIPI 差動(MIPI) 1.2 No No 

LVDS25 差動 2.5/3.3 No No 

RSDS 差動 2.5/3.3 No No 

MINILVDS 差動 2.5/3.3 No No 

PPLVDS 差動 2.5/3.3 No No 

LVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

MLVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

BLVDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

RSDS25E 差動 2.5/3.3 No No 

LVPECL33E 差動 3.3 No No 

SSTL15D 差動 1.5 No No 

SSTL25D_I 差動 2.5 No No 

SSTL25D_II 差動 2.5 No No 

SSTL33D_I 差動 3.3 No No 

SSTL33D_II 差動 3.3 No No 

SSTL18D_I 差動 1.8 No No 

SSTL18D_II 差動 1.8 No No 

HSTL18D_I 差動 1.8 No No 
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I/Oタイプ(入力) 
シングルエ

ンド/差動 
Bank VCCIO(V) 

ヒステリシス・オプ

ションをサポートす

るか 

VREFが必要か 

HSTL18D_II 差動 1.8 No No 

HSTL15D_I 差動 1.5 No No 

LVCMOS12D 差動 1.2 No No 

LVCMOS15D 差動 1.5 No No 

LVCMOS18D 差動 1.8 No No 

LVCMOS25D 差動 2.5 No No 

LVCMOS33D 差動 3.3 No No 

 

2.6.2 True LVDS設計 

GW1NSER-4Cの Bank2が True LVDS出力をサポート。さらに、IO

は、LVDS25E、MLVDS25E、BLVDS25Eなどのさまざまな規格をサポー

トしています。 

True LVDSの分布の詳細については、『GW1NSER-4Cデバイス

Pinout(UG883)』を参照してください。 

LVDSの入力 IOには、100Ωの終端抵抗が必要です。そのリファレン

ス・デザインは、図 2-5に示す通りです。GW1NSER-4Cの Bank0/1は、プ

ログラマブルなオンチップ 100Ω入力差動終端抵抗をサポートし、詳しく

は『Gowinプログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(UG289)』を参照

してください。 

図 2-5 True LVDS設計のブロック図 
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LVDS25E、MLVDS25E、BLVDS25E等の差動 I/O終端抵抗について

は、『Gowinプログラマブル汎用 IO(GPIO)ユーザーガイド(UG289)』を参

照してください。 

2.6.3 I/Oロジック 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の I/Oロジックの入力と出力を図

2-6に示します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG883J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG289J.pdf
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図 2-6 I/Oロジックの入力と出力の説明図 
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表 2-3ポートの説明 

ポート名 I/O 説明 

CI[1] 入力 

GCLK入力信号。 

GCLK入力信号の数については、『GW1NSER-4C

デバイス Pinout(UG883)』を参照してください。 

DI 入力 
IOポートの低速入力信号。Fabricに直接入力され

ます。 

Q 出力 SDRモジュールの IREG出力信号。 

Q0-Qn-1 出力 DDRモジュールの IDESの出力信号。 

注記： 

[1] CIを GCLK信号の入力として使用する場合、DI、Q、および Q0-Qn-1を I/Oの入出

力に使用することはできません。 

GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品の I/Oロジックの各コンポーネ

ントの説明は以下の通りです： 

遅延モジュール 

遅延モジュール(IODELAY)を図 2-7に示します。GW1NSERシリー

ズ FPGA製品の各 I/Oには IODELAYモジュールが含まれており、ユーザ

ーはこのモジュールを使用して I/Oの入出力信号の遅延を調整することが

できます。ステップあたりの遅延時間は Tdlyunit、提供できるステップ数は

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG883J.pdf
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DLYSTEPです。IODELAYの総遅延時間は、Ttotdly = Tdlyoffset + Tdlyunit * 

DLYSTEPであり、表 2-4を参照してください。 

表 2-4 IODELAYの総遅延時間（参考） 

 最小値 標準値 最大値 

Tdlyoffset 450ps 500ps 550ps 

Tdlyunit - 30ps - 

DLYSTEP 0 - 127 

 

図 2-7 IODELAYの説明図 
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遅延を制御する 2つの方法： 

 静的制御。 

 動的制御：IEMと共に動的サンプリングウィンドウの調整に使用され

ます。ただし、IODELAYを入力と出力に同時に使用することはでき

ません。 

I/Oレジスタ 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の I/Oレジスタを図 2-8に示しま

す。GW1NSERシリーズ FPGA製品の各 I/Oには、プログラマブルな入

力レジスタ(IREG)、出力レジスタ(OREG)、およびトライステートレジス

タ(TRIREG)があります。 

図 2-8 I/Oレジスタの説明図 

D            Q

CE

 CLK

SR
 

注記： 

 CEは、アクティブ Lowまたはアクティブ Highにプログラムできます。 

 CLKは立ち上がりエッジトリガまたは立ち下がりエッジトリガにプログラムできま

す。 
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 SRは同期/非同期の SET/RESETまたは無効(disable)にプログラムできます。 

 レジスタは、レジスタ(register)またはラッチ(latch)にプログラムできます。 

サンプリングモジュール 

サンプリングモジュール(IEM)は、データエッジのサンプリングに使

用され、汎用 DDRモードで使用されます(図 2-9)。 

図 2-9 IEMの説明図 
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デシリアライザ(DES)モジュール 

各入力 I/Oロジックには、I/Oリソースのアプリケーションシナリオ

を豊かにするシンプルなデシリアライザ(DES)モジュールが備わっていま

す。 

シリアライザ(SER)モジュール 

各出力 I/Oロジックには、I/Oリソースのアプリケーションシナリオ

を豊かにするシンプルなシリアライザ(SER)モジュールが備わっていま

す。 

2.6.4 I/Oロジックの動作モード 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の I/Oロジックは、複数の動作モー

ドをサポートします。各動作モードでは、I/O(または I/O差動信号ペア)は

出力信号、入力信号、INOUT信号、及びトライステート出力信号(トライ

ステート制御付きの出力信号)に設定できます。 
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2.7 BSRAM 

2.7.1 概要 

GW1NSERシリーズ FPGA製品は、豊富な BSRAMリソースを提供

しています。これらのメモリリソースは、FPGAアレイで行として配置さ

れているため、ブロック・スタティック RAM(BSRAM)と呼ばれていま

す。FPGAアレイの各 BSRAMモジュールは、3つの CLUの位置を占有

します。 

BSRAMは 2つの機能をサポートします： 

 Cortex-M3の SRAMリソースとして、Cortex-M3に高速のデータ読み

出し/書き込み機能を提供してシステムの動作を保証します。この場合、1

つの BSRAMの有効な容量は 16Kビット(2Kバイト)です。Gowinが提供

する Gowinソフトウェアは、2Kバイト/ 4Kバイト/ 8Kバイトなどのよう

に、Cortex-M3の SRAMリソースの構成をサポートします。未使用の

BSRAMはユーザーのメモリリソースとして使用できます。 

 ユーザーのメモリリソースのみとして使用され、この場合、各

BSRAMの最大容量は 18,432ビット(18Kビット)です。4つの動作モード

(シングル・ポート、デュアル・ポート、セミ・デュアル・ポート、ROM)

がサポートされています。 

豊富な BSRAMリソースにより、ユーザーの高性能設計が可能にな

ります。BSRAMの機能は下記のとおりです： 

 各モジュールの最大容量は 18,432ビット 

 クロック周波数は最大 190MHz 

 シングル・ポート・モード(Single Port) 

 デュアル・ポート・モード(Dual Port) 

 セミ・デュアル・ポート・モード(Semi Dual Port) 

 パリティビット(Parity Bits)を提供 

 ROMモードを提供 

 データ幅は 1～36ビット 

 混合クロック(Mixed Clock Mode) 

 混合データ幅(Mixed Data Width Mode) 

 通常の読み出し/書き込み(Normal Read and Write) 

 リードビフォーライト(Read-before-Write) 

 ライトスルー(Write-through) 

2.7.2 BSRAMの構成モード 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の BSRAMは、表 2-5に示す通り、

複数のデータ幅をサポートします。 
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表 2-5 BSRAMのモード一覧 

シングル・ポート・

モード 

デュアル・ポート・モ

ード 

セミ・デュアル・ポート・

モード 
ROMモード 

16K x 1 16K x 1 16K x 1 16K x 1 

8K x 2 8K x 2 8K x 2 8K x 2 

4K x 4 4K x 4 4K x 4 4K x 4 

2K x 8 2K x 8 2K x 8 2K x 8 

1K x 16 1K x 16 1K x 16 1K x 16 

512 x 32 - 512 x 32 512 x 32 

2K x 9 2K x 9 2K x 9 2K x 9 

1K x 18 1K x 18 1K x 18 1K x 18 

512 x 36 - 512 x 36 512 x 36 

シングル・ポート・モード 

シングル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード（Bypassモー

ド、Pipelineモード）と 3つの書き込みモード（Normalモード、Write-

throughモード、Read-before-writeモード）をサポートします。シング

ル・ポート・モードでは、クロックエッジで BSRAMに対して読み出し

または書き込みを行うことができます。書き込みの場合、書き込まれたデ

ータは BSRAMの出力に転送されます。出力レジスタがバイパスされて

いる場合、新しいデータは、同じクロック立ち上がりエッジで現れます。 

シングル・ポート・モードの詳細については、『Gowin BSRAM & 

SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

デュアル・ポート・モード 

デュアル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード（Bypassモー

ドと Pipelineモード）と 2つの書き込みモード（NormalモードとWrite-

throughモード）をサポートします。2つのポートに対して以下の操作を

行うことができます： 

 2つのポートに対する同時読み出し 

 2つのポートに対する同時書き込み 

 任意の 1つのポートに対する読み出しおよび書き込み 

注記： 

同じアドレスに対する同時の読み出しと書き込みは禁止されています。 

デュアル・ポート・モードの詳細については、『Gowin BSRAM & 

SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

セミ・デュアル・ポート・モード 

セミ・デュアル・ポート BSRAMは、2つの読み出しモード

（Bypassモードと Pipelineモード）と 1つの書き込みモード（Normal

モード）をサポートします。セミ・デュアル・ポートは、同時読み出し及

び書き込みをサポートします。ただし、同じポートによる読み出しと書き

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
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込みはサポートされておらず、つまり、ポート Aは書き込み専用で、ポ

ート Bは読み出し専用です。 

注記： 

同じアドレスに対する同時の読み出しと書き込みは禁止されています。 

セミ・デュアル・ポート・モードの詳細については、『Gowin 

BSRAM & SSRAMユーザーガイド(UG285)』を参照してください。 

ROMモード 

BSRAMは、ROMモードに構成可能です。ユーザーは、メモリの初

期化ファイルを使用することで、プログラミングポートを介して ROMを

初期化することができます。ユーザーは、初期化ファイルに書き込まれ

る、ROMのコンテンツを提供する必要があります。初期化は、FPGAの

コンフィギュレーション際に実行されます。 

各 BSRAMは 16Kビットの ROMとして構成できます。ROMモード

の詳細については、『Gowin BSRAM & SSRAMユーザーガイド(UG285)』

を参照してください。 

2.7.3 混合データ幅 

GW1NSERシリーズ FPGA製品の BSRAMモジュールは、混合デー

タ幅の読み出しと書き込みをサポートします。デュアル・ポート・モード

とセミ・デュアル・ポート・モードでは、表 2-6と表 2-7に示すように、

異なるデータ幅の読み出し及び書き込みがサポートされています。 

表 2-6デュアル・ポートの場合の混合読み出し書き込みデータ幅 

読み出し

ポート 

書き込みポート 

16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 2K x 9 1K x 18 

16K x 1 * * * * *   

8K x 2 * * * * *   

4K x 4 * * * * *   

2K x 8 * * * * *   

1K x 16 * * * * *   

2K x 9      * * 

1K x 18      * * 

注記： 

「*」はサポートされる組み合わせを示します。 

表 2-7セミ・デュアル・ポートの場合の混合読み出し書き込みデータ幅 

読み出し

ポート 

書き込みポート 

16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 512 x 32 2K x 9 1K x 18 512 x 36 

16K x 1 * * * * * *    

8K x 2 * * * * * *    

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG285J.pdf
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読み出し

ポート 

書き込みポート 

16K x 1 8K x 2 4K x 4 2K x 8 1K x 16 512 x 32 2K x 9 1K x 18 512 x 36 

4K x 4 * * * * * *    

2K x 8 * * * * * *    

1K x 16 * * * * * *    

512x32 * * * * * *    

2K x 9       * * * 

1K x 18       * * * 

注記： 

「*」はサポートされる組み合わせを示します。 

2.7.4 パリティビット機能 

BSRAMはパリティビット機能をサポートします。各バイトの 9ビッ

ト目はパリティビットとして使用するか、データの保存に用います。 

2.7.5 同期操作 

 すべての BSRAMモジュールの入力レジスタは、同期書き込みをサポ

ートします。 

 出力レジスタをパイプラインレジスタとして使用することで、ユーザ

ーデザインのパフォーマンスを向上させることができます。 

 出力レジスタはバイパス可能です。 

2.7.6 BSRAMの動作モード 

BSRAMは、2つの読み出しモード(バイパス(Bypass)モード、パイプ

ライン(Pipeline)モード)及び 3つの書き込みモード(ノーマル(Normal)モー

ド、ライトスルー(Write-Through)モード、リードビフォーライト((Read-

before-Write)モード)を含む 5つの動作モードをサポートします。 

読み出しモード 

BSRAMから読み出されたデータは、出力レジスタを介して出力され

るか、出力レジスタを経由することなく出力されます。 

Pipelineモード 

このモードでは、メモリへの同期書き込み時に出力レジスタが使用さ

れます。このモードは、最大 36ビットのデータ幅をサポートします。 

Bypassモード 

このモードでは、出力レジスタは使用されず、データはメモリ

(Memory Array)の出力に保持されます。 
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図 2-10シングル・ポート・モード、セミ・デュアル・ポート・モード、及びデュア

ル・ポート・モードにおける Pipelineモード 
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書き込みモード 

NORMALモード 

このモードでは、ポートに対して通常の書き込みが行われ、このポー

トの出力データは変更しません。書き込まれたデータは読み出しポートに

現れません。 

WRITE-THROUGHモード 

このモードでは、ポートに書き込むと、書き込まれたデータはこのポ

ートの出力に現れます。 

READ-BEFORE-WRITEモード 

このモードでは、ポートに書き込むと、元のデータはこのポートの出

力に現れ、書き込まれたデータは対応するメモリセルに格納されます。 
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2.7.7 クロックモード 

表 2-8に、各 BSRAMモードで使用できるクロックモードを示しま

す。 

表 2-8クロックモードと BSRAMモードの組み合わせ 

クロックモード 
デュアル・ポート・モ

ード 

セミ・デュアル・ポート・モ

ード 

シングル・ポート・モ

ード 

独立クロックモード Yes No No 

読み出し/書き込みク

ロックモード 
Yes Yes No 

シングル・ポート・ク

ロックモード 
No No Yes 

独立クロックモード 

デュアル・ポート・モードにおける独立クロックモードは図 2-11に

示すとおりです。各ポートにはそれぞれ 1つの独立クロックがありま

す。CLKA信号は、ポート Aのすべてのレジスタを制御し、CLKB信号

は、ポート Bのすべてのレジスタを制御しています。 

図 2-11独立クロックモード 
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読み出し書き込みクロックモード 

図 2-12は、セミ・デュアル・ポート・モードにおける読み出し書き

込みクロックモードを示しています。各ポートにはそれぞれ 1つのクロ

ックがあります。書き込みクロック(CLKA)信号はポート Aの書き込みデ

ータ、書き込みアドレス、及び読み出し/書き込みイネーブル信号を制御

しています。読み出しクロック(CLKB)信号は、ポート Bの読み出しデー

タ、読み出しアドレス、及び読み出しイネーブル信号を制御しています。 
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図 2-12読み出し書き込みクロックモード 
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シングル・ポート・クロックモード 

図 2-13はシングル・ポート・クロックモードを示しています。 

図 2-13シングル・ポート・クロックモード 
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2.8 DSPリソース 

2.8.1 概要 

GW1NSER-4Cデバイスには豊富な DSPリソースがあります。

GOWINセミコンダクターの DSPソリューションは、FIR、FFT設計など

の高性能デジタル信号処理を可能にしています。DSPリソースは、安定

したタイミングパフォーマンス、高いリソース使用量、低消費電力等の特

長を備えています。 

DSPは以下の機能をサポートします： 

 3つの幅の乗算器(9ビット、18ビット、36ビット) 

 54ビットの ALU 

 複数の乗算器のカスケード接続によるデータ幅の拡大をサポート 

 バレルシフタ(Barrel Shifter) 

 フィードバック信号による適応フィルタリング(Adaptive filtering 

through signal feedback) 

 正数または素数への丸めオプション付きの計算(Computing with 

options of rounding to positive number or prime number) 

 レジスタ出力及びバイパス出力をサポート 
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2.8.2 マクロセル 

DSPブロックは、FPGAアレイで行に配置されています。各 DSPブ

ロックは、9つの CLUの位置を占有します。各 DSPブロックには 2つの

マクロセルがあり、各マクロセルには 2つの前置加算器(pre-adder)、2つ

の 18ビット乗算器(multiplier)、及び 1つの 3入力算術論理演算装置

(ALU54)があります。 

前置加算器 

DSPマクロセルには、前置加算、前置減算、およびシフト機能を実

装するための 2つの前置加算器があります。 

前置加算器はマクロセルの最先端に位置し、2つの入力ポートを備え

ています： 

 パラレル 18ビット入力 Bまたは SBI。 

 パラレル 18ビット入力 Aまたは SIA。 

注記： 

すべての入力ポートは、レジスタモードとバイパスモードをサポートします。 

GOWINセミコンダクターFPGA製品の前置加算器は、独立したモジ

ュールとして機能でき、9ビット及び 18ビットをサポートします。 

乗算器 

乗算器(multipliers)は前置加算器の後ろに位置し、乗算に使用されま

す。乗算器は 9 x 9、18 x 18、36 x 18、または 36 x 36 に設定でき、入力

ポートと出力ポートはいずれもレジスタモード及びバイパスモードをサポ

ートします。1つのマクロセルは次の乗算器を形成できます： 

 1つの 18 x 36乗算器 

 2つの 18 x 18乗算器 

 4つの 9 x 9乗算器 

注記： 

2つのマクロセルは、1つの 36 x 36乗算器を形成できます。 

算術論理演算装置 

各 DSPマクロセルには、乗算器機能をさらに拡張した 1つの 54ビ

ットの ALU54があります。その入力ポートと出力ポートはレジスタモー

ド及びバイパスモードをサポートします。サポートされる機能は以下のと

おりです： 

 乗算器出力データ/0、データ A、およびデータ Bの加算/減算。 

 乗算器出力データ/0、データ B、およびキャリーCの加算/減算。 

 データ A、データ B、およびキャリーCの加算/減算。 

2.8.3 DSP動作モードの構成 

 乗算器モード 

 乗算アキュムレータモード 
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 乗算加算アキュムレータモード 

DSPの詳細については、『Gowin DSPユーザーガイド(UG287)』を

参照してください。 

2.9 GPIOによるMIPI D-PHY RX/TXをサポート 

GPIOでソフト MIPI D-PHY RX/TXを実装する場合、TLVDS、

ELVDS、MIPI IOの 3つの IOタイプが利用可能です。 

すべての GW1NSER FPGAは TLVDS/ELVDSタイプをサポートして

います。TLVDS/ELVDSタイプで MIPI D-PHYを実装する場合、

LVDS25(E)+LVCMOS12を通じて MIPI HSおよび MIPI LPをエミュレー

トする必要があり、また、外部抵抗ネットワークも必要です。 

一部の GW1NSER FPGAは MIPI IOタイプをサポートしています。

MIPI IOは内部に抵抗ネットワークを統合しており、MIPI HSと MIPI LP

間の自動切り替えをサポートします。MIPI IOタイプのサポートを表 2-9

に示します。 

IOタイプの選択とオフチップ終端方法については、Gowin MIPI D-

PHY RX TX Advance IPユーザーガイド(IPUG948)』の「機能の説明」を

参照してください。 

表 2-9 MIPI IOタイプをサポートする GW1NSERシリーズ FPGA製品の一覧 

MIPI入力/出力 GW1NSER-4C 

MIPI入力 Bank0/1 

MIPI出力 Bank2 

ソフト MIPI D-PHY TX/RXの主な特徴は以下に示す通りです： 

 『MIPI Alliance Standard for D-PHY Specification』バージョン 1.2を

サポート。 

 高速 RX/TXインターフェースをサポート(転送レートは最大

4.8Gbps)。 

 最大 4つのデータ・レーンと 1つのクロック・レーンをサポート。 

 複数の PHYをサポート(IOが十分な場合)。 

 双方向低消費電力(LP、Low-power)モードをサポート。 

 MIPI DSIおよび MIPI CSI-2リンク層をサポート。 

 高速同期、ビットおよびレーンアライメントをサポート。 

 MIPI D-PHY RX 1:8モード及び 1:16モードをサポート。 

 ELVDS、TLVDS、および MIPI IOなどの IOタイプをサポート。 

 GW1NSER-4Cの Bank0/Bank1/Bank2が I3Cをサポート。 

詳細については、『Gowin MIPI D-PHY RX TX Advance IPユーザーガイ

ド(IPUG948)』を参照してください。 

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG287J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG948J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG948J.pdf
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2.10 Cortex-M3 

2.10.1 概要 

GW1NSERシリーズ安全 FPGAデバイスには、マイクロプロセッ

サ・ハードコア、豊富なロジックリソース、BSRAM、PLL、および OSC

が組み込まれています。マイクロプロセッサ・ハードコアは、低消費電

力、低コスト、高性能の 32-bit RISCアーキテクチャの Cortex-M3です。

FPGAは、システム・オン・チップを簡単かつ柔軟に実装するためのプロ

グラマブルな周辺機器とソフトコア IPを提供します。 

マイクロプロセッサ・システムは、プロセッサモジュールとバスシス

テムを介して周辺機器と通信します。周辺機器とは、FPGAリソースを使

用して実装された周辺機器、または FPGAソフトコア IPを呼び出すこと

によって実装された周辺機器を指します。FPGA内部には豊富なロジック

リソースがあるため、ユーザーは様々な周辺機器を柔軟に実現できます。

Gowinソフトウェアは豊富なソフトコア IP(例えば SPI、I2Cなど)を提供

しています。マイクロプロセッサ・システムは FPGAリソースに接続さ

れています。周辺機器に接続する I/Oポートは、JTAGインターフェース

しかありません。 

バスシステムは AHB-Liteバス、AHB2APBブリッジバス、および 2

本の APBバスで構成されます。 

マイクロプロセッサ・システムは、AHBバスを介して FPGAのサ

ブ・メモリシステムにアクセスします。このシステムには、32KBの

Flashの読み出し及び最大 16KBの BSRAMの読み出し書き込みを実現す

る 1つのコントローラがあります。パワーオンにより起動した後、

Cortex-M3コアは Flash内の ARMプログラムの命令とデータをロードし

て動作し始めます。 

AHBバスは 2つの拡張ポート(INTEXP0及び TARGEXP0)をサポート

します。各拡張ポートは、FPGA内の任意の高速周辺機器またはメモリリ

ソースに接続できる 1つの 128ビット AHBバスを提供します。AHBバ

スは GPIOインターフェースの FPGAへの接続をサポートし、汎用の I/O

機能を実現します。 

2本の APBバスはそれぞれ APB1と APB2で、APB1は 2つのタイ

マー(Timer0 と Timer1)、2つの UART(Uart0と Uart1)および 1つのウォ

ッチドッグ(Watchdog)に接続します。2つの UARTは直接 FPGAに接続

し、2つのタイマーとウォッチドッグはマイクロプロセッサ・システム内

部でのみ制御及び使用され、レジスタを介してアクセスされます。APB2

バスは直接 FPGAリソースに接続します。 

プロセッサブロックは Cortex-M3コア、バスマトリクス、NVIC、デ

バッグポート、およびタイムスタンプで構成されます。 

Cortex-M3コアは、バスマトリクスを介してバスシステムにアクセス

します。 
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6つの外部割り込みをサポートします。デバッグポートには JTAGデ

バッグポート及び TPIUが含まれます。 

また、マイクロプロセッサ・システムは 1つの割り込みモニタ信号

IntMonitorを提供します。この信号は GPIOの割り込みまたは APB1周辺

機器(Timer0 / Timer1 / Uart0 / Uart1 / Watchdog を含む)の割り込みを指示

することができます。その割り込みモニタ信号は FPGAにフィードバッ

クし、マイクロプロセッサ・システムの当面の割込み状態の報告に使用さ

れます。 

FPGAには PLL及び OSCが組み込まれているので、クロックリソー

ス、パワーアップリセット、及びシステムリセットを柔軟かつ便利に提供

できます。 

Cortex-M3のブロック図は、図 2-14に示す通りです。 

図 2-14 Cortex-M3のアーキテクチャ 
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2.10.2 Cortex-M3 
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特徴 

 コンパクトコア 

 ARMコアの高性能をサポートする Thumb-2命令セット 

 32ビット及び 16ビットをサポートし、通常数 KBメモリのマイクロ

コントローラで使用 

 独立した命令バス及びデータバスを採用したハーバードアーキテクチ

ャで、データロード/ストレージの同時に命令取得が実行可能 

 レジスタ操作によるハードウェアの例外/割り込み処理 

 確定的で高速な割り込み処理 

 特権モードの提供によりオペレーティングシステム機能を保護するメ

モリ保護ユニット 

 ARM7TMプロセッサのアップグレード版で、より良いパフォーマンス

とより低い消費電力を実現 

 フル機能のデバッグソリューション 

- JTAGデバッグポート 

- ブレークポイント機能を実現する FPBモジュール 

- ウォッチポイント、トリガ、及びシステム分析機能を実現する

DWTモジュール 

- printデバッグをサポートする ITMモジュール 

- トレースポート・アナライザとのブリッジとして動作する TPIU

モジュール 

2.10.3 バスマトリクス 

バスマトリクスは、Cortex-M3プロセッサとデバッグポートを外部

AHBバスと接続することに使用されます。バスマトリックスと AHBバ

スの接続には以下が含まれています： 

 ICodeバス：コード空間からの命令及びベクトルのフェッチに使用さ

れる 32ビットの AHBLiteバス。 

 DCodeバス：コード空間でのデータのロード/保存及びデバッグに使

用される 32bit AHBLiteバス。 

 システムバス：システム空間での命令及びベクトルのフェッチ、デー

タのロード/保存、およびデバッグに使用される 32ビット AHBLiteバ

ス。 

 APB：周辺機器でのデータのロード/保存及びデバッグに使用される

32ビット APBバス。 

さらに、バスマトリクスは以下の機能を制御します： 

 アンアラインドアクセス：バスマトリクスは、アンアラインド・プロ

セッサアクセスをアラインされたアクセスに変換します。 

 Bit-banding：バスマトリクスは、Bit_bandのエイリアスアクセスを

Bit_band空間に対するアクセスに変換します。 

 書き込みバッファ：バスマトリクスには、プロセッサコアがバス遅延

の影響を受けないようにするための 1つの書き込みバッファがありま

す。 
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2.10.4 NVIC 

ネスト型ベクタ割り込みコントローラ(NVIC)及び Cortex-M3コアの

密接な結合で、低遅延の例外及び割り込み処理を実現します。その特性は

以下のとおりです：  

 最大 26の割り込みをサポート 

 6つの外部割り込みをサポート 

 各割り込みは 8つのプログラマブル優先度(0~7)をサポート。7は最も

低い優先度、0は最も高い優先度を表す 

 割り込み信号レベルとパルス検出をサポート 

 割り込み優先度の動的構成をサポート 

 プロセッサのステータスが割り込み開始時に自動的に保存され、割り

込み終了時に自動的に回復されるため、別の命令は必要ありません 

表 2-10 NVICの割り込みベクターテーブル 

アドレス 名称 タイプ 説明 

0x00000000 _StackTop  
読み出し

専用 
割り込みスタックのトップ 

0x00000004 Reset_Handler 
読み出し

専用 
リセット割り込み 

0x00000008 NMI_Handler 
読み出し

専用 
NMI割り込み 

0x0000000C HardFault_Handler 
読み出し

専用 
ハードフォールト割り込み 

0x00000010 MemMange_Handler 
読み出し

専用 
MPUフォールト割り込み 

0x00000014 BusFault_Handler 

読み出し

/書き込

み 

バスフォールト割り込み 

0x00000018 UsageFault_Handler 
読み出し

専用 
使用フォールト割り込み 

0x0000002C SVC_Handler 

読み出し

/書き込

み 

SVCall割り込み 

0x00000030 DebugMon_Handler 
読み出し

専用 
デバッグモニタ割り込み 

0x00000038 PendSV_Handler 

読み出し

/書き込

み /読み

出し専用 

ペンディング割り込み 

0x0000003C SysTick_Handler 

読み出し

/書き込

み 

システムタイマー割り込み 

0x00000040 UART0_Handler 
読み出し

/書き込
UART0受信及び送信割り込み 
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アドレス 名称 タイプ 説明 

み 

0x00000044 USER_INT0_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み0 

0x00000048 UART1_Handler 

読み出し

/書き込

み 

UART1受信及び送信割り込み 

0x0000004C USER_INT1_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み1 

0x00000050 USER_INT2_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み2 

0x00000058 PORT0_COMB_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0割り込み 

0x0000005C USER_INT3_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み3 

0x00000060 TIMER0_Handler 

読み出し

/書き込

み 

TIMER0割り込み 

0x00000064 TIMER1_Handler 

読み出し

/書き込

み 

TIMER1割り込み 

0x0000006C I2C_Handler 

読み出し

/書き込

み 

I2C割り込み 

0x00000070 UARTOVF_Handler 

読み出し

/書き込

み 

UART0/UART1オーバーフロー

割り込み 

0x00000074 USER_INT4_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み4 

0x00000078 USER_INT5_Handler 

読み出し

/書き込

み 

ユーザー割り込み5 

外部割り込み 

0x00000080 PORT0_0_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン0割り込み 

0x00000084 PORT0_1_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン1割り込み 
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アドレス 名称 タイプ 説明 

0x00000088 PORT0_2_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン2割り込み 

0x0000008C PORT0_3_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン3割り込み 

0x00000090 PORT0_4_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン4割り込み 

0x00000094 PORT0_5_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン5割り込み 

0x00000098 PORT0_6_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン6割り込み 

0x0000009C PORT0_7_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン7割り込み 

0x000000A0 PORT0_8_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン8割り込み 

0x000000A4 PORT0_9_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン9割り込み 

0x000000A8 PORT0_10_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン10割り込み 

0x000000AC PORT0_11_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン11割り込み 

0x000000B0 PORT0_12_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン12割り込み 

0x000000B4 PORT0_13_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン13割り込み 

0x000000B8 PORT0_14_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン14割り込み 

0x000000BC PORT0_15_Handler 

読み出し

/書き込

み 

GPIO0ピン15割り込み 
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2.10.5 起動モード 

プログラム読み込みモジュールは、ARMプログラムメモリからスタ

ックポインタの初期値を読み込み、リセット割り込みハンドラーに送信し

ます。リセットベクトルは、プログラムメモリ内で指定されます。 

現在のプログラム読み込みは UARTメッセージモニタリングに基づ

いて実現されたものです。このような方法により、PCとの通信が容易に

なります。プログラム読み込みモジュールのブートの例は、以下に示す通

りです： 

 パワーオンリセットし、リセット割り込みハンドラーに入ってプログ

ラムローダーをコールします。 

 送信及び受信に適したボーレートを取得するように UART0ボーレー

ト及び制御レジスタを設定します 

 メモリテスト、Timer0テスト、Timer1テストなどの、Flash読み込

みモジュールのサブルーチンの実行をスタートします。 

 プログラムを終了するには、0x4(EOP)を書き込みます。 

2.10.6 タイムスタンプ 

48bitsのタイムスタンプ・カウンタは、ITMに含まれています。トレ

ースイネーブル信号 TRCENAでゲーティング及びイネーブルを行いま

す。TRCENAは DEMCRレジスタの第 24ビットで、信号 Cortex-M3プ

ロセッサのデバッグモジュール DWT及び ITMのグローバルイネーブル信

号です。タイムスタンプはデバッグプロセスにおける、ブレークポイント

やタグなどの設定に使用されます。 

図 2-15 DEMCRレジスタ 

013456789101115161718192023242531

Reserved

VC_HARDERR
VC_INTERR
VC_BUSERR

VC_STATERR
VC_CHKERR

VC_NOCPERR
VC_MMERR

Reserved
VC_CORERESET

Reserved Reserved

MON_REQ
MON_STEP

MON_PEND
MON_EN

TRCENA

DEMCR寄存器

 

注記： 

TRCENAは DWT及び ITMのグローバルイネーブル信号です： 

 0：DWT及び ITMは無効です。 

 1：DWT及び ITMは有効です。 

2.10.7 タイマー 

APB1バスを介して制御及びアクセスできる 2つの同期するスタンダ
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ードタイマ(Timer0と Timer1)が組み込まれています。 

Timer0と Timer1は 32ビットのダウンカウンタで、その特性は以下

の通りです： 

 カウンタの値が 0になると、割り込み要求信号 TIMERINTを生成し、

かつ割り込みクリアレジスタ INTCLEARを設定するまで、割り込み

要求信号は常に有効です。 

 外部信号 EXTINをカウンタのイネーブル信号として用いることがで

きます。EXTINが 0から 1になると、有効になります。 

 カウンタが 0までカウントすると同時にソフトウェアが前回の割り込

み状態をクリアする場合、その割り込み状態は 1になります。 

 外部入力 EXTINがクロックとして機能する場合、エッジ検出ロジッ

クを通過する前にダブルフリップフロップでサンプリングされるた

め、EXTINのクロック周波数はプライマリクロックの半分以下である

必要があります。 

 Timer0：EXTINは GPIO[1]にハードワイヤされています。 

 Timer1：EXTINは GPIO[6]にハードワイヤされています。 

図 2-16 Timer0/Timer1のアーキテクチャ 

32bits down

counter

Val==1

Reload value

EXTIN

Synchronizer
Edge detection

CTRL[2]

Decrement

CTRL[0]

CTRL[1]

1

CTRL[3]

SET

CLR

TIMERINT

PCLK

PCLKG

PRESETn

PSEL

PADDR[11:2]

PENABLE

PWRITE

PWDATA[31:0]

PREADY

PSLVERR

PRDATA[31:0]

ECOREVNUM[3:0]

1

1

1

0

0

 

Timer0/Timer1レジスタは下表に示すとおりです。Timer0のベースア

ドレスは 0x40000000、Timer1のベースアドレスは 0x40001000です。 

表 2-11 Timer0/Timer1レジスタ 

名称 オフセット タイプ 
幅(ビ

ット) 
リセット値 説明 

CTRL  0x000 

読み出

し / 書

き込み 

4 0x0 

[3]：タイマー割り込みイネーブル 

[2]：外部入力をクロック信号とし

て使用 

[1]：外部入力をイネーブル信号と

して使用 

[0]：イネーブル信号 

VALUE 0x004 

読み出

し / 書

き込み 

32 0x00000000 現在のカウント値 
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名称 オフセット タイプ 
幅(ビ

ット) 
リセット値 説明 

RELOAD 0x008 

読み出

し / 書

き込み 

32 0x00000000 

読み込み値。このレジスタに書き

込まれる数値はカウンタの現在の

カウント値レジスタ内に読み込ま

れます 

INTSTATUS/
INTCLEAR 

0x00C 

読み出

し / 書

き込み 

1 0x0 
[0]：タイマー割り込み、1を書き込

んでクリア 

PID4 0XFD0 
読み出

し専用 
8 0x04 ペリフェラルIDレジスタ4 

PID5 0XFD4 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ5 

PID6 0XFD8 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ6 

PID7 0XFDC 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ7 

PID0 0XFE0 
読み出

し専用 
8 0x22 ペリフェラルIDレジスタ0 

PID1 0XFE4 
読み出

し専用 
8 0XB8 ペリフェラルIDレジスタ1 

PID2 0XFE8 
読み出

し専用 
8 0X1B ペリフェラルIDレジスタ2 

PID3 0XFEC 
読み出

し専用 
8 0X00 ペリフェラルIDレジスタ3 

CID0 0XFF0 
読み出

し専用 
8 0X0D コンポーネントIDレジスタ0 

CID1 0XFF4 
読み出

し専用 
8 0XF0 コンポーネントIDレジスタ1 

CID2 0XFF8 
読み出

し専用 
8 0X05 コンポーネントIDレジスタ2 

CID3 0XFFC 
読み出

し専用 
8 0XB1 コンポーネントIDレジスタ3 

 

2.10.8 UART 

APB1バスを介して制御及びアクセスできる 2つの UART(UART0と

UART1)が組み込まれており、最大 921.6Kbits/sのボーレートをサポート

します。 

UART0及び UART1は 8つのデータビットと 1つのストップビット

をサポートしており、パリティビットをサポートしません。 
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図 2-17 APB UART Buffering 

You can write a new character to the write buffer 

while the shift register is sending out a character

Write buffer Shift register

TX FSM

RX FSM

Shift register

Baud rate 

generator

Read buffer

The shift register can receive the next character 

while the data in the receive buffer is waiting for 

the processor to read it

TXD

RXD

APB 

interface

 

UART0及び UART1は、高速テストモードをサポートし、CTRL[6]に

1をセットすると、シリアル・データはクロックサイクルごとに 1ビット

で送信されます。これにより、比較的短いシミュレーション時間でテキス

トメッセージを送信できます。APBが UART0と UART1のデータ送信を

検出すると同時に、APBインタフェースは常に「OK」応答を送信し、待

機する必要はありません。UARTをイネーブルする前に、まずボーレート

分周レジスタ BAUDDIVを設定する必要があります。 

BAUDTICKの出力周波数は、ボーレートの 16倍で、この外部信号を

使用して同期モードで UARTデータをサンプリングすることができま

す。CTRL[0]は出力イネーブル信号 TXENで、UART送信がイネーブルの

場合、この信号を使用して双方向 I/Oを UARTデータ出力に変換すること

ができます。 

ステータス・レジスタ STATE内のバッファオーバーランステータス

は、オーバーラン割り込み要求信号の駆動に用います。そのため、バッフ

ァオーバーランステータスをクリアすると、オーバーラン割り込み要求が

クリアされ、逆も同じです。 

UART0と UART1に関する説明は下表に示すとおりで、UART0のベ

ースアドレスは 0X40004000で、UART1のベースアドレスは

0X40005000です。 

表 2-12 UART0/UART1レジスタ 

名称 オフセット タイプ 
幅(ビ

ット) 
リセット値 説明 

DATA  0x000 読み出 8 0x-- 8ビットデータ 
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名称 オフセット タイプ 
幅(ビ

ット) 
リセット値 説明 

し / 書

き込み 

受信モードの場合は受信データ 

送信モードの場合は送信データ 

STATE 0x004 

読み出

し / 書

き込み 

4 0x0 

[3]：RXバッファオーバーラン、1を書き

込んでクリア 

[2]：TXバッファオーバーラン、1を書き

込んでクリア 

[1]：RXバッファフルフラグ、読み出し専

用 

[0]：TXバッファフルフラグ、読み出し専

用 

CTRL 0x008 

読み出

し / 書

き込み 

7 0x00 

[6]：高速テストモード。送信モードでの

みサポート 

[5]：RXオーバーラン割り込みイネーブル

信号 

[4]：TXオーバーラン割り込みイネーブル

信号 

[3]：RX割り込みイネーブル信号 

[2]：TX割り込みイネーブル信号 

[1]：RXイネーブル信号 

[0]：TXイネーブル信号 

INTSTATUS/ 

INTCLEAR 
0x00C 

読み出

し / 書

き込み 

4 0x0 

[3]：RXオーバーラン割り込み、1を書き

込んでクリア 

[2]：TXオーバーラン割り込み、1を書き

込んでクリア 

[1]：RX割り込み、1を書き込んでクリア 

[0]：TX割り込み、1を書き込んでクリア 

BAUDDIV 0x010 

読み出

し / 書

き込み 

20 0x00000 
[19:0]：ボーレート分周レジスタ。最小値

は16 

PID4 0XFD0 
読み出

し専用 
8 0x04 ペリフェラルIDレジスタ4 

PID5 0XFD4 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ5 

PID6 0XFD8 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ6 

PID7 0XFDC 
読み出

し専用 
8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ7 

PID0 0XFE0 
読み出

し専用 
8 0x21 ペリフェラルIDレジスタ0 

PID1 0XFE4 
読み出

し専用 
8 0XB8 ペリフェラルIDレジスタ1 

PID2 0XFE8 
読み出

し専用 
8 0X1B ペリフェラルIDレジスタ2 
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名称 オフセット タイプ 
幅(ビ

ット) 
リセット値 説明 

PID3 0XFEC 
読み出

し専用 
8 0X00 ペリフェラルIDレジスタ3 

CID0 0XFF0 
読み出

し専用 
8 0X0D コンポーネントIDレジスタ0 

CID1 0XFF4 
読み出

し専用 
8 0XF0 コンポーネントIDレジスタ1 

CID2 0XFF8 
読み出

し専用 
8 0X05 コンポーネントIDレジスタ2 

CID3 0XFFC 
読み出

し専用 
8 0XB1 コンポーネントIDレジスタ3 

2.10.9 ウォッチドッグ 

APB1バスを介して制御及びアクセスできる 1つのWatchdogが組み

込まれています。 

これは、リロードレジスタWDOGLOADにより初期化される 32ビ

ットのダウンカウンタに基づいています。 

Watchdogモジュールは、ユーザーが設定したカウント値に応じた割

り込み信号WDOGINTを生成します。クロックイネーブル信号

WDOGCLKENがアクティブ Highの場合、Watchdogカウンタはクロッ

クの各立ち上がりエッジで逓減します。Watchdogは割り込み信号をモニ

タして、カウント値が 0の時に割り込み要求信号WDOGRESを生成しま

す。クロックWDOGCLKの次のクロックサイクルにおいて、リロードレ

ジスタWDOGLOADの数値をカウンタ内に読み込み、次の逓減カウント

を行います。 

システムにエラーが発生すると、Watchdogはシステムリセット信号

の生成に使用され、ソフトウェアシステム・クラッシュのリカバリ方法を

提供します。例えば、割り込み信号がクリアされておらず、かつカウンタ

はもう一度 0までカウントした場合、Watchdogは改めてシステムリセッ

ト用のリセット信号を 1にセットします。 

Watchdogの操作方法は以下の図の通りです： 
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図 2-18 Watchdogの操作方法 

Watchdog is 

programmed

Counter reaches 

zero

Counter reaches 

zero

Count down 

without 

reprogram

Counter reloaded 

and count down 

without reprogram
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Watchdogレジスタは下表に示すとおりで、Watchdogのベースアド

レスは 0x40008000です。 

表 2-13 Watchdogレジスタ 

名称 
オ フ セ ッ

ト 

タ イ

プ 

幅

( ビ

ッ

ト) 

リセット値 説明 

WDOGLOAD 0x00 

読 み

出し/

書 き

込み 

32 0xFFFFFFFF Watchdog読み込みレジスタ 

WDOGVALUE 0x04 

読 み

出 し

専用 

32 0xFFFFFFFF Watchdogカウント値レジスタ 

WDOGCONTROL 0x08 

読 み

出し/

書 き

込み 

2 0x0 

Watchdog制御レジスタ 

[1]： 

[0]： 

WDOGINTCLR 0x0C 

書 き

込 み

専用 

- 0x- 
Watchdog割り込みクリアレジス

タ 

WDOGRIS 0x10 

読 み

出 し

専用 

1 0x0 
Watchdog前回割り込みステータ

ス・レジスタ 

WDOGMIS 0x14 

読 み

出 し

専用 

1 0x0 
Watchdog割り込みステータス・

レジスタ 

WDOGLOCK 0xC00 

読 み

出し/

書 き

込み 

32 0x0 Watchdogロックレジスタ 

WDOGTCR 0xF00 

読 み

出し/

書 き

1 0x0 Watchdogテスト制御レジスタ 
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名称 
オ フ セ ッ

ト 

タ イ

プ 

幅

( ビ

ッ

ト) 

リセット値 説明 

込み 

WDOGTOP 0xF04 

書 き

込 み

専用 

2 0x0 
Watchdogテスト出力設定レジス

タ 

WDOGPERIPHID4 0XFD0 

読 み

出 し

専用 

8 0x04 ペリフェラルIDレジスタ4 

WDOGPERIPHID5 0XFD4 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ5 

WDOGPERIPHID6 0XFD8 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ6 

WDOGPERIPHID7 0XFDC 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ7 

WDOGPERIPHID0 0XFE0 

読 み

出 し

専用 

8 0x24 ペリフェラルIDレジスタ0 

WDOGPERIPHID1 0XFE4 

読 み

出 し

専用 

8 0XB8 ペリフェラルIDレジスタ1 

WDOGPERIPHID2 0XFE8 

読 み

出 し

専用 

8 0X1B ペリフェラルIDレジスタ2 

WDOGPERIPHID3 0XFEC 

読 み

出 し

専用 

8 0X00 ペリフェラルIDレジスタ3 

WDOGPCELLID0 0XFF0 

読 み

出 し

専用 

8 0X0D コンポーネントIDレジスタ0 

WDOGPCELLID1 0XFF4 

読 み

出 し

専用 

8 0XF0 コンポーネントIDレジスタ1 

WDOGPCELLID2 0XFF8 

読 み

出 し

専用 

8 0X05 コンポーネントIDレジスタ2 

WDOGPCELLID3 0XFFC 

読 み

出 し

専用 

8 0XB1 コンポーネントIDレジスタ3 
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2.10.10 GPIO 

GPIOモジュールは AHBバスを介して通信でき、FPGAに接続され

ています。GPIOは 16ビットの汎用 I/O機能をサポートするとともに、

以下の特性を備えています： 

 GPIOの何れか 1ビットで割り込みを生成することが可能。 

 アドレスのビットマスクをサポート。 

 レジスタを構成することにより様々な機能を提供。 

 独立したレジスタの設定と明確な制御レジスタアドレスでスレッドの

安全を保証。 

GPIOレジスタは下表に示すとおりで、GPIOのベースアドレスは

0x40010000です。 

表 2-14 0x40010000レジスタ 

名称 
オ フ セ ッ

ト 

タ イ

プ 

幅

( ビ

ッ

ト) 

リセット値 説明 

DATA 0x0000 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x---- [15:0]：データレジスタ 

DATAOUT 0x0004 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：データ出力レジスタ 

OUTENSET 0x0010 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 

[15:0]：出力イネーブル設定 

1を書き込む：出力イネーブル有

効 

0を書き込む：出力イネーブル無

効 

1を読み出す：信号の方向は出力 

0を読み出す：信号の方向は入力 

OUTENCLR 0x0014 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：出力ネーブルクリア 

ALTFUNCSET 0x0018 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 

[15:0]：オプション機能設定 

1を書き込む：ALTFUNCを設定 

0を書き込む：ALTFUNCを設定し

ない 

0を読み出す：GPIOをI/Oとして

使用 

1を読み出す：ALTFUNC機能 

ALTFUNCCLR 0x001C 
読 み

出 し /
16 0x0000 [15:0]：オプション機能クリア 
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名称 
オ フ セ ッ

ト 

タ イ

プ 

幅

( ビ

ッ

ト) 

リセット値 説明 

書 き

込み 

INTENSET 0x0020 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 

[15:0]：割り込みイネーブル設定 

1を書き込む：割り込みイネーブ

ルを設定 

0を書き込む：割り込みイネーブ

ルを設定しない 

0を読み出す：割り込み無効 

1を読み出す：割り込み有効 

INTENCLR 0x0024 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 

[15:0]：割り込みイネーブルクリ

ア 

1を書き込む：割り込みイネーブ

ルをクリア 

0を書き込む：割り込みイネーブ

ルをクリアしない 

0を読み出す：割り込みイネーブ

ルクリア無効 

1を読み出す：割り込みイネーブ

ルクリア有効 

INTTYPESET 0x0028 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：割り込みタイプ設定 

INTTYPECLR 0x002C 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：割り込みタイプクリア 

INTPOLSET 0x0030 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：割り込み極性設定 

INTPOLCLR 0x0034 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 [15:0]：割り込み極性クリア 

INTSTATUS/ 

INTCLEAR 
0x0038 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 

割り込みステータス・レジスタ 

1を書き込んで割り込み要求をク

リア 

MASKLOWBYTE 
0x0400- 

0x07FC 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 – 
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名称 
オ フ セ ッ

ト 

タ イ

プ 

幅

( ビ

ッ

ト) 

リセット値 説明 

MASKHIGHBYTE 
0x0800- 

0x0BFC 

読 み

出 し /

書 き

込み 

16 0x0000 – 

Reserved 
0x0C00- 

0x0FCF 
– – – Reserved 

PID4 0XFD0 

読 み

出 し

専用 

8 0x04 ペリフェラルIDレジスタ4 

PID5 0XFD4 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ5 

PID6 0XFD8 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ6 

PID7 0XFDC 

読 み

出 し

専用 

8 0x00 ペリフェラルIDレジスタ7 

PID0 0XFE0 

読 み

出 し

専用 

8 0x20 ペリフェラルIDレジスタ0 

PID1 0XFE4 

読 み

出 し

専用 

8 0XB8 ペリフェラルIDレジスタ1 

PID2 0XFE8 

読 み

出 し

専用 

8 0X1B ペリフェラルIDレジスタ2 

PID3 0XFEC 

読 み

出 し

専用 

8 0X00 ペリフェラルIDレジスタ3 

CID0 0XFF0 

読 み

出 し

専用 

8 0X0D コンポーネントIDレジスタ0 

CID1 0XFF4 

読 み

出 し

専用 

8 0XF0 コンポーネントIDレジスタ1 

CID2 0XFF8 

読 み

出 し

専用 

8 0X05 コンポーネントIDレジスタ2 

CID3 0XFFC 

読 み

出 し

専用 

8 0XB1 コンポーネントIDレジスタ3 
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2.10.11 デバッグポート 

Cortex-M3プロセッサには、JTAGインターフェース及び TPIUイン

ターフェースを含む 1つのデバッグインターフェースがあります。JTAG

インターフェース及び TPIUインターフェースは FPGAに接続されていま

す。JTAGデバッグインターフェースは IEEE1149.1テストアクセスポー

ト及びバウンダリスキャン・アーキテクチャ標準に準拠しています。 

JTAG-DPの機能は、主に 3つの部分で構成されます： 

 JTAG-DP状態機械 

 JTAGと現在選択されているレジスタの動作を制御するために使用さ

れる、命令レジスタ(IR)および関連する IRスキャンチェーン 

 JTAG-DP内のレジスタと接続する、データレジスタおよび関連する

DRスキャンチェーン。 

2.10.12 メモリマッピング 

図 2-19メモリマッピング 
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2.10.13 アプリケーション 

GOWINが提供する Gowinソフトウェアは、Cortex-M3の呼び出しを

サポートしています。詳細については、『Gowin_EMPU(GW1NS-4C)ハー

ドウェア設計ユーザーガイド(IPUG932)』を参照してください。 

 

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/IPUG932J.pdf
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2.11 クロック 

クロックリソースと配線は、FPGAの高性能アプリケーションにとっ

て重要です。GW1NSERシリーズ FPGA製品は、直接にデバイスのあら

ゆるリソースに接続する専用のグローバル・クロック(GCLK)ネットワー

クを提供しています。さらに、高速クロック(HCLK)、位相同期回路(PLL)

等のクロックリソースも提供されています。 

詳しくは、『Gowin Clockユーザーガイド(UG286)』を参照してくだ

さい。 

2.11.1 グローバル・クロック 

GCLKは、GW1NSERシリーズ FPGA製品で Lと Rの 2つの象限に

配置されています。各象限は 8つの GCLKネットワークを提供します。

GCLKは、クロックソースとして専用のクロック入力ピンまたは汎用配線

リソースを使用できます。専用のクロック入力ピンは、より良好なクロッ

ク・パフォーマンスを提供します。 

2.11.2 位相同期回路 

位相同期回路(Phase-Locked Loop、PLL)はフィードバック制御回路

です。PLLは、外部からのリファレンス・クロック信号に基づいてループ

内部の発振信号の周波数と位相を制御します。 

GW1NSERの PLLモジュールは、合成可能なクロック周波数を提供

しており、パラメータを設定することで、クロックの周波数の調整(逓倍

及び分周)、位相の調整、デューティサイクルの調整等の機能を実現でき

ます。 

2.11.3 高速クロック 

GW1NSERシリーズの FPGA製品の高速クロック(HCLK)は、I/Oの

高性能データ転送をサポートし、ソース同期データ転送インターフェース

のために設計されたものです。GW1NSER-4Cの各側は、2つの HCLKを

提供します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG286J.pdf
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図 2-20 GW1NSER-4Cの HCLKの説明図 
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2.12 ロングワイヤ 

CRUに加えて、GW1NSERシリーズ FPGA製品は、クロック、クロ

ックイネーブル、セット/リセット、またはその他高ファンアウト信号に

適用される柔軟で豊富なロングワイヤ・リソースも提供しています。 

2.13 グローバル・セット/リセット 

GW1NSERシリーズの FPGA製品には、コアロジックに直接接続さ

れるグローバル・セット/リセット(GSR)ネットワークが構築されていま

す。グローバル・セット/リセット(GSR)ネットワークは非同期/同期リセ

ットまたは非同期/同期セットに使用できます。CLUと I/Oのレジスタ

は、いずれも個別に構成できます。 
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2.14 プログラミング・コンフィギュレーション 

GW1NSERシリーズの FPGA製品は SRAMコンフィギュレーション

及び Flashプログラミングをサポートします。Flashプログラミングモー

ドでは、オンチップ Flashプログラミングとオフチップ Flashプログラミ

ングがサポートされます。 

JTAGに加えて、GW1NSERシリーズの FPGA製品では GOWIN独

自の６つの GowinCONFIGモード(AUTO BOOT、SSPI、MSPI、DUAL 

BOOT、SERIAL、および CPU)もサポートされています。すべての

GW1NSERデバイスは JTAGと AUTO BOOTモードをサポートしていま

す。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュ

レーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してください。 

2.14.1 SRAMコンフィギュレーション 

直接 SRAMをコンフィギュレーションする場合、パワーアップする

たびに、コンフィギュレーションデータをダウンロードする必要がありま

す。 

2.14.2 Flashプログラミング 

この方法では、まずコンフィギュレーションデータはオンチップ

Flashに格納されます。パワーアップすると、コンフィギュレーションデ

ータはオンチップ Flashから SRAMにロードされます。コンフィギュレ

ーションはパワーアップ後の数ミリ秒内にが完了できるので、このような

コンフィギュレーション方法は「クイックスタート/インスタントオン」

とも呼ばれます。さらに、GW1NSERシリーズの FPGA製品は、オフチ

ップ Flashによるコンフィギュレーションおよび DUAL BOOTモードを

サポートしています。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミン

グ・コンフィギュレーションユーザーガイド(UG290)』を参照してくださ

い。 

GW1NSERシリーズの FPGA製品は、JTAG[1]バックグラウンド・ア

ップグレードという機能をサポートします。つまり、デバイスは、現在の

動作状態に影響を与えることなく、JTAGインターフェースを介してオン

チップ Flashまたはオフチップ Flashをプログラムすることをサポートし

ます。プログラミング中、デバイスは元のコンフィギュレーションに従っ

て動作可能です。プログラミング後、RECONFIG_N[2]を Lowレベルでト

リガして、アップグレードを完了します。この機能は、オンライン時間が

長く、時々アップグレードが必要なアプリケーションに適しています。 

注記： 

 [1] GW1NSER-4Cデバイスの場合、組み込み Cortex-M3が使用されているとき、

JTAGバックグラウンド・アップグレードは実現できません。 

 [2] RECONFIG_Nは、コンフィギュレーション・ピンとして使用される場合、内部

の弱いプルアップを持つ入力ピンであり、GPIOとして使用される場合、出力ピン

としてのみ使用できます。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミング・

コンフィギュレーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してください。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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2.15 オンチップオシレータ 

GW1NSERシリーズ FPGA製品には、1つのオンチップオシレータ

が組み込まれています。当該オンチップオシレータは精度±5%のプログ

ラマブルなユーザークロックを提供し、コンフィギュレーションの際に

MSPIコンフィギュレーション・モードにクロックソースを提供します。 

GW1NSER-4Cデバイスのオンチップオシレータは、構成可能な省電

力モードをサポートしています。 

オンチップオシレータは、ユーザーデザインにクロックソースを提供

することもでき、動作パラメータを設定することにより、最大 64のクロ

ック周波数を取得できます。 

オンチップオシレータの出力クロック周波数は、次のように計算され

ます。 

     fout=fosc/Param 

注記： 

C7/I6スピードグレードのデバイスの場合、foscは 260MHz です。他のスピードグレ

ードのデバイスの場合、foscは 250MHzです。「Param」は 2~128の偶数のパラメータ

です。 

デフォルトの周波数、最大周波数など、オンチップオシレータの一部

の周波数(foscが 250MHzの場合)を表 2-15に示します。 

表 2-15 GW1NSER-4Cのオンチップオシレータの一部の出力周波数 

モード 周波数 モード 周波数 モード 周波数 

0 2.5MHz[1] 8 7.8MHz 16 15.6MHz 

1 5.4MHz 9 8.3MHz 17 17.9MHz 

2 5.7MHz 10 8.9MHz 18 21MHz 

3 6.0MHz 11 9.6MHz 19 25MHz 

4 6.3MHz 12 10.4MHz 20 31.3MHz 

5 6.6MHz 13 11.4MHz 21 41.7MHz 

6 6.9MHz 14 12.5MHz 22 62.5MHz 

7 7.4MHz 15 13.9MHz 23 125MHz[2] 

注記： 

 [1]デフォルトの周波数。 

 [2]MSPIコンフィギュレーション・モードには適用しません。
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3電気特性 

注記： 

推奨される動作条件及び動作範囲内で GOWINセミコンダクターデバイスを使用するこ

とをお勧めします。動作条件及び動作範囲を超えるデータはあくまで参考であり、

GOWINセミコンダクターは、動作条件及び動作範囲を超えた状況における、すべての

デバイスの正常な動作を保証しません。 

3.1 動作条件 

3.1.1 絶対最大範囲 

表 3-1絶対最大範囲 

名称 説明 最小値 最大値 

VCC コア電圧 -0.5V 1.32V 

VCCIOx I/O Bank電圧 -0.5V 3.75V 

VCCX 補助電圧 -0.5V 3.75V 

- 加えられるI/O電圧[1] -0.5V 3.75V 

Storage Temperature 保存温度 -65℃ +150℃ 

Junction Temperature ジャンクション温度 -40℃ +125℃ 

注記： 

[1] -2V～(VIHMAX + 2)Vの 20ns未満のオーバーシュートおよびアンダーシュートは許容

されます。 
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3.1.2 推奨動作条件 

表 3-2推奨動作条件 

名称 説明 最小値 最大値 

VCC コア電圧 1.14V 1.26V 

VCCX 補助電圧 1.71V 3.6V 

VCCIOx I/O Bank電圧 1.14V 3.6V 

TJCOM ジャンクション温度(コマーシャル) 0℃ +85℃ 

TJIND ジャンクション温度(インダストリアル) -40℃ +100℃ 

注記： 

 各パッケージの供給電源電圧の詳細については、『GW1NSER-4Cデバイス

Pinout(UG883)』を参照してください。 

 VCC、VCCIO、VCCXの許容リップルはそれぞれ 3%、5%、5%です。1)、PLLに VCC

から直接電源が供給されているデバイスの場合、VCCのリップルが PLL出力クロッ

クのジッタ特性に影響を与える可能性があります。2)、VCCIOのリップルは、最終的

に IOバッファの出力波形に伝わる可能性があります。 

3.1.3 電源のランプレート 

表 3-3 電源のランプレート 

名称 説明 最小値 標準値 最大値 

VCC Ramp VCCのランプレート 0.6mV/μs - 6mV/μs 

VCCX Ramp VCCXのランプレート 0.6mV/μs - 10mV/us 

VCCIO Ramp VCCIOのランプレート 0.1mV/μs - 10mV/us 

注記： 

 すべての電源のランプは、単調である必要があります。 

 コンフィグレーション前に、すべての電源は、表 3-2で定義された動作範囲にある

必要があります。電源が動作範囲にない場合は、より速いランプレートに調整する

か、コンフィギュレーションを遅らせる必要があります。 

3.1.4 ホットプラグ特性 

表 3-4ホットプラグ特性 

名称 説明 条件 I/Oタイプ 最大値 

IHS 
入力またはI/Oのリーク電流(Input 

or I/O leakage current) 
0<VIN<VIH(MAX) I/O 150uA 

IHS 
入力またはI/Oのリーク電流(Input 

or I/O leakage current) 
0<VIN<VIH(MAX) 

TDI,TDO, 

TMS,TCK 
120uA 

3.1.5 PoR特性 

表 3-5 PoR電圧パラメータ 

名称 説明 最小値 最大値 

PoR電圧値 Power on reset voltage of Vcc TBD TBD 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG883J.pdf
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3.2 ESD 
表 3-6 GW1NSER ESD - HBM 

デバイス QN48 

GW1NSER-4C HBM>1,000V 

 

表 3-7 GW1NSER ESD – CDM 

デバイス QN48 

GW1NSER-4C CDM>500V 

3.3 DC電気特性 

3.3.1 推奨動作条件内の DC電気特性 

表 3-8推奨動作条件内の DC電気特性 

名称 説明 条件 最小値 標準値 最大値 

IIL,IIH 

入力またはI/Oのリ

ーク電流 (Input or 

I/O leakage) 

VCCIO<VIN<VIH(MAX) - - 210µA 

0V<VIN<VCCIO - - 10µA 

IPU 

I/Oのプルアップ電

流 (I/O Active Pull-

up Current) 

0<VIN<0.7VCCIO -30µA - -150µA 

IPD 

I/Oのプルダウン電

流 (I/O Active Pull-

down Current) 

VIL(MAX)<VIN<VCCIO 30µA - 150µA 

IBHLS 

バスホールドLow

時の持続電流(Bus 

Hold Low 
Sustaining Current) 

VIN=VIL(MAX) 30µA - - 

IBHHS 

バスホールドHigh

時の持続電流(Bus 

Hold High 
Sustaining Current) 

VIN=0.7VCCIO -30µA - - 

IBHLO 

バスホールドLow

時のオーバードラ

イブ電流(Bus Hold 

Low Overdrive 
Current) 

0≤VIN≤VCCIO - - 150µA 

IBHHO 

バスホールドHigh

時のオーバードラ

イブ電流(Bus Hold 

High Overdrive 
Current) 

0≤VIN≤VCCIO - - -150µA 

VBHT 
バスホールドのト

リップポイント
(Bus hold trip 

 VIL(MAX) - VIH(MIN) 
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名称 説明 条件 最小値 標準値 最大値 

points) 

C1 
I/O 電 気 容 量 (I/O 

Capacitance) 
  5pF 8pF 

VHYST 

入力ヒステリシス
(Hysteresis for 
Schmitt Trigger 
inputs) 

VCCIO=3.3V, Hysteresis=L2H[1],[2] - 200mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= L2H - 125mV - 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= L2H - 60mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= L2H - 40mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= L2H - 20mV - 

VCCIO=3.3V, Hysteresis= H2L[1],[2] - 200mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= H2L - 125mV - 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= H2L - 60mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= H2L - 40mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= H2L - 20mV - 

VCCIO=3.3V, Hysteresis= 
HIGH[1],[2] 

- 400mV - 

VCCIO=2.5V, Hysteresis= HIGH - 250mV - 

VCCIO=1.8V, Hysteresis= HIGH - 120mV - 

VCCIO=1.5V, Hysteresis= HIGH - 80mV - 

VCCIO=1.2V, Hysteresis= HIGH - 40mV - 

注記： 

 [1] Hysteresis=「NONE」, 「L2H」, 「H2L」, 「HIGH」は、Gowin EDAの

FloorPlannerツールで I/O制約を設定する際の Hysteresisオプションです。その設

定方法については、『Gowin物理制約ユーザーガイド(SUG935)』を参照してくださ

い。 

 [2] L2H (low to high)オプションを有効にすると、VIHが VHYSTの分上がり、H2L(high 

to low)オプションを有効にすると、VILが VHYSTの分下がります。HIGHオプション

を有効にすると、L2Hと H2Lオプションの両方を有効にすることになり、すなわち

VHYST(HIGH)= VHYST(L2H) + VHYST(H2L)です。その説明図は次のとおりです： 

VIH (L2H on)

VIH (None) VIL (None)

VIL (H2L on)

V
H

Y
S

T

V
H

Y
S

T

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG935J.pdf
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3.3.2 静的電流 

表 3-9静的電流[1] 

名称 説明 
デ バ イ ス

タイプ 
デバイス C7/I6 C6/I5 C5/I4 

ICC VCC電流(VCC=1.2V) 
LV バージ

ョン 
GW1NSER-4C 12mA 2.8mA 2.8mA 

ICCX 

VCCX電流(VCCX=2.5V) 
LV バージ

ョン 
GW1NSER-4C - 1.2mA 1.2mA 

VCCX電流(VCCX=3.3V) 
LV バージ

ョン 
GW1NSER-4C 3mA - - 

ICCIO
[2] VCCIO電流(VCCIO=2.5V) 

LV バージ

ョン 
GW1NSER-4C 1mA 0.7mA 0.7mA 

注記： 

 [1]表中の静的電流の値は、25℃での標準値です。 

 [2] GW1NSER-4Cデバイス QN48Pパッケージには 1つの HyperRAMが統合されて

おり、これを使用すると VCCIO静的電流が 220uA増加します。GW1NSER-4Cデバ

イス QN48Gには 1つの NOR Flashが統合されており、これを使用すると VCCIO静

的電流が 40uA増加します。 

3.3.3 I/Oの推奨動作条件 

表 3-10 I/Oの推奨動作条件 

名称 
出力用のVCCIO(V) 入力用のVREF(V) 

最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 

LVTTL33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVCMOS33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVCMOS25 2.375 2.5 2.625 - - - 

LVCMOS18 1.71 1.8 1.89 - - - 

LVCMOS15 1.425 1.5 1.575 - - - 

LVCMOS12 1.14 1.2 1.26 - - - 

SSTL15 1.425 1.5 1.575 0.68 0.75 0.9 

SSTL18_I 1.71 1.8 1.89 0.833 0.9 0.969 

SSTL18_II 1.71 1.8 1.89 0.833 0.9 0.969 

SSTL25_I 2.375 2.5 2.645 1.15 1.25 1.35 

SSTL25_II 2.375 2.5 2.645 1.15 1.25 1.35 

SSTL33_I 3.135 3.3 3.6 1.3 1.5 1.7 

SSTL33_II 3.135 3.3 3.6 1.3 1.5 1.7 

HSTL18_I 1.71 1.8 1.89 0.816 0.9 1.08 

HSTL18_II 1.71 1.8 1.89 0.816 0.9 1.08 
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名称 
出力用のVCCIO(V) 入力用のVREF(V) 

最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値 

HSTL15 1.425 1.5 1.575 0.68 0.75 0.9 

PCI33 3.135 3.3 3.6 - - - 

LVPECL33E 3.135 3.3 3.6 - - - 

MLVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

BLVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

RSDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

LVDS25E 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL15D 1.425 1.5 1.575 - - - 

SSTL18D_I 1.71 1.8 1.89 - - - 

SSTL18D_II 1.71 1.8 1.89 - - - 

SSTL25D_I 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL25D_II 2.375 2.5 2.625 - - - 

SSTL33D_I 3.135 3.3 3.6 - - - 

SSTL33D_II 3.135 3.3 3.6 - - - 

HSTL15D 1.425 1.575 1.89 - - - 

HSTL18D_I 1.71 1.8 1.89 - - - 

HSTL18D_II 1.71 1.8 1.89 - - - 

 

3.3.4 シングルエンド I/Oの DC電気特性 

表 3-11シングルエンド I/Oの DC電気特性 

名称 

VIL VIH 
VOL 

(最大値) 

VOH 

(最小値) 

IOL
[1]

 

(mA) 

IOH
[1]

 

(mA) 
最 小

値 
最大値 最小値 

最 大

値 

LVCMOS33 

LVTTL33 
-0.3V 0.8V 2.0V 3.6V 

0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 

16 -16 

24 -24 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS25 -0.3V 0.7V 1.7V 3.6V 
0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 

16 -16 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS18 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

12 -12 



3電気特性 3.3 DC電気特性 

 

DS881-1.2J 57(72) 

 

名称 

VIL VIH 
VOL 

(最大値) 

VOH 

(最小値) 

IOL
[1]

 

(mA) 

IOH
[1]

 

(mA) 
最 小

値 
最大値 最小値 

最 大

値 

 

0.2V 
VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS15 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 
0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

LVCMOS12 -0.3V 0.35*VCCIO 0.65*VCCIO 3.6V 
0.4V VCCIO-0.4V 

4 -4 

8 -8 

0.2V VCCIO-0.2V 0.1 -0.1 

PCI33 -0.3V 0.3*VCCIO 0.5*VCCIO 3.6V 0.1*VCCIO 0.9*VCCIO 1.5 -0.5 

SSTL33_I -0.3V VREF-0.2V VREF+0.2V 3.6V 0.7 VCCIO-1.1V 8 -8 

SSTL25_I -0.3V VREF-0.18V VREF+0.18V 3.6V 0.54V VCCIO-0.62V 8 -8 

SSTL25_II -0.3V VREF-0.18V VREF+0.18V 3.6V NA NA NA NA 

SSTL18_II -0.3V VREF-0.125V VREF+0.125V 3.6V NA NA NA NA 

SSTL18_I -0.3V VREF-0.125V VREF+0.125V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

SSTL15 -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL18_I -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL18_II -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V NA NA NA NA 

HSTL15_I -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V 0.40V VCCIO-0.40V 8 -8 

HSTL15_II -0.3V VREF-0.1V VREF+ 0.1V 3.6V NA NA NA NA 

注記： 

同じ Bank内のすべての IOの合計 DC電流制限(ソース電流とシンク電流を含む)：同

じ Bank内のすべての IOの合計電流は、n*8mAを超えてはなりません。ここで、nは

Bankからボンディングされる IOの数です。 

 

3.3.5 差動 I/Oの DC電気特性 

表 3-12差動 I/Oの DC電気特性(LVDS) 

名称 説明 テスト条件 
最 小

値 

標 準

値 
最大値 単位 

VINA,VINB 
入力電圧 

(Input Voltage) 
 0 - 2.15 V 

VCM 
コモンモード入力電圧 

(Input Common Mode Voltage) 

Half the Sum of the 
Two Inputs 

0.05 - 2.1 V 

VTHD 
差動入力スレッショルド
(Differential Input Threshold) 

Difference Between 
the Two Inputs 

±100 - ±600 mV 

IIN 入力電流(Input Current) 
Power On or Power 
Off 

- - ±20 µA 

VOH 
出力 High電圧 (Output High 

Voltage for VOP or VOM) 
RT = 100Ω - - 1.60 V 
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名称 説明 テスト条件 
最 小

値 

標 準

値 
最大値 単位 

VOL 
出 力 Low 電 圧 (Output Low 

Voltage for VOP or VOM) 
RT = 100Ω 0.9 - - V 

VOD 
差動モード出力電圧 (Output 

Voltage Differential) 

(VOP - VOM), RT=100

Ω 
250 350 450 mV 

ΔVOD 
差動モード出力電圧の変化
(Change in VOD Between High 
and Low) 

 - - 50 mV 

VOS 
コモンモード出力電圧(Output 

Voltage Offset) 

(VOP + VOM)/2, 

RT=100Ω 
1.125 1.20 1.375 V 

ΔVOS 
コモンモード出力電圧の変化
(Change in VOS Between High 
and Low) 

 - - 50 mV 

IS 短絡電流 VOD = 0V、出力短絡 - - 15 mA 

 

3.4 スイッチング特性 

3.4.1 CLUのスイッチング特性 

表 3-13 CLUのタイミングパラメータ 

名称 説明 
スピードグレード 

単位 
最小値 最大値 

tLUT4_CLU LUT4遅延(LUT4 delay) - 0.674 ns 

tSR_CLU 
セット/リセットからレジスタ出力に至るまでの時

間(Set/Reset to Register output) 
- 1.86 ns 

tCO_CLU 
クロックからレジスタ出力に至るまでの時間(Clock 

to Register output) 
- 0.76 ns 

3.4.2 クロックおよび I/Oのスイッチング特性 

表 3-14外部スイッチング特性 

名称 
C5/I4 C6/I5 

単位 
最小値 最大値 最小値 最大値 

HCLK Tree delay 0.8 1.4 0.5 1.2 ns 

PCLK Tree delay(GCLK0~5) 1.4 2.6 1.0 2.2 ns 

PCLK Tree delay(GCLK6~7) 1.8 3.2 1.4 2.9 ns 

Pin-LUT-Pin Delay  3.4 5 3 4.5 ns 

3.4.3 Gearboxのスイッチング特性 

表 3-15 Gearboxのタイミングパラメータ 

名称 説明 標準値 単位 

FMAXIDDR 1:2 Gearbox入力の場合におけるIOの最大シリアル 400 Mbps 
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名称 説明 標準値 単位 

レート 

FMAXIDES4 
1:4 Gearbox入力の場合におけるIOの最大シリアル

レート 
800 Mbps 

FMAXIDES7 
1:7 Gearbox入力の場合におけるIOの最大シリアル

レート 
1000 Mbps 

FMAXIDESx 
1:8/1:10/1:16 Gearbox入力の場合におけるIOの最

大シリアルレート 
1100 Mbps 

FMAXODDR 
2:1 Gearbox出力の場合におけるIOの最大シリアル

レート 
400 Mbps 

FMAXOSER4 
4:1 Gearbox出力の場合におけるIOの最大シリアル

レート 
800 Mbps 

FMAXOSER7 
7:1 Gearbox出力の場合におけるIOの最大シリアル

レート 
1000 Mbps 

FMAXOSERx 
8:1/10:1/16:1 Gearbox出力の場合におけるIOの最

大シリアルレート 
1100 Mbps 

表 3-16シングルエンド IOの Fmax 

名称 
Fmax 

最小値(MHz) 

 Drive Strength = 4mA Drive Strength > 4mA 

LVTTL33 150 300 

LVCMOS33 150 300 

LVCMOS25 150 300 

LVCMOS18 150 300 

LVCMOS15 150 200 

LVCMOS12 150 150 

注記： 

テスト負荷値は 30pF電気容量です。 
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3.4.4 BSRAMのスイッチング特性 

表 3-17 BSRAMのタイミングパラメータ 

名称 説明 
スピードグレード 

単位 
最小値 最大値 

tCOAD_BSRAM 

BSRAM読み出しアドレス/データのクロックから

出力に至るまでの時間(Clock to output time of read 

address/data) 

- 5.10 ns 

tCOOR_BSRAM 
BSRAM出力レジスタのクロックから出力に至るま

での時間(Clock to output time of output register) 
- 0.56 ns 

3.4.5 DSPのスイッチング特性 

表 3-18 DSPのタイミングパラメータ 

名称 説明 
スピードグレード 

単位 
最小値 最大値 

tCOIR_DSP 
入力レジスタのクロックから出力に至るまでの時

間(Clock to output time of input register) 
- 4.80 ns 

tCOPR_DSP 
パイプラインレジスタのクロックから出力に至る

までの時間(Clock to output time of pipeline register) 
- 2.40 ns 

tCOOR_DSP 
出力レジスタのクロックから出力に至るまでの時

間(Clock to output time of output register) 
- 0.84 ns 

3.4.6 オンチップオシレータのスイッチング特性 

表 3-19オンチップオシレータのパラメータ 

名称 説明 最小値 標準値 最大値 

fMAX 

オシレータの出力周波数 

(0 ~ +85℃) 
GW1NSER-4C 118.75MHz 125MHz 131.25MHz 

オシレータの出力周波数  

(-40 ~ +100℃) 
GW1NSER-4C 112.5MHz 125MHz 137.5MHz 

tDT 出力クロックのデューティサイクル 43% 50% 57% 

tOPJIT 出力クロックのジッタ 0.01UIPP 0.012UIPP 0.02UIPP 

3.4.7 PLLのスイッチング特性 

表 3-20 PLLのパラメータ 

デバイス スピードグレード 名称 最小値 最大値 

GW1NSER-4C 

C7/I6 

C6/I5 

CLKIN 3MHz 400MHz 

PFD 3MHz 400MHz 

VCO 400MHz 1200MHz 

CLKOUT 3.125MHz 600MHz 

C5/I4 

CLKIN 3MHz 320MHz 

PFD 3MHz 320MHz 

VCO 320MHz 960MHz 
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デバイス スピードグレード 名称 最小値 最大値 

CLKOUT 2.5MHz 480MHz 

3.5 Cortex-M3の電気特性 

3.5.1 DC電気特性 

表 3-21電流特性 

記号 説明 
仕様 

単位 
最小値 最大値 

IVCC VCC最大電流 - 100 mA 

IVSS VSS最大電流 - -100 mA 

IINJ リーク電流 - +/-5 mA 

3.5.2 AC電気特性 

表 3-22クロックパラメータ 

記号 説明 デバイス 
仕様 

単位 
最小値 最大値 

fHCLK 
AHBのクロッ

ク周波数 
GW1NSER-4C 0 80 MHz 

fPCLK 
APBのクロック

周波数 
GW1NSER-4C 0 80 MHz 
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3.6 User Flashの電気特性 

3.6.1 DC電気特性 

表 3-23 User Flashの DC電気特性[1] 

名称 
パ ラ メ

ータ 

最大値 
単位 

Wake-up

時間 
条件 

VCC
[3] VCCX 

読み出しモード
(w/I 25ns) 

ICC1
[2] 

2.19 0.5 mA NA 

最小クロックサイクル、デュー

ティサイクル 100%、 VIN = 

「1/0」 

書き込みモード 0.1 12 mA NA – 

消去モード 0.1 12 mA NA – 

ページ消去モー

ド 
0.1 12 mA NA – 

読み出しモード

の静的電流 (25

～50ns) 

ICC2 980 25 μA NA 

XE=YE=SE=「1」、T=Taccから

T=50nsまで、I/Oの電流は0mA。

T=50nsの後、内部タイマーは読

み出しモードをオフにし、I/Oの

電流は待機モード電流 

待機モード ISB 5.2 20 μA 0 VSS、VCCXおよびVCC 

注記： 

 [1] これらの数値は直流平均電流値であり、ピーク値は当該平均電流値よりも高くな

ります。 

 [2] ICC1は Tnewにより異なります。 

- Tnew< Taccは許容されません 

- Tnew = Tacc：上表参照 

- Tacc<Tnew - 50ns：ICC1 (new) = (ICC1 - ICC2)(Tacc/Tnew) + ICC2 

- Tnew>50ns：ICC1 (new) = (ICC1 - ICC2)(Tacc/Tnew) + 50ns*ICC2/Tnew + ISB 

- t > 50ns：ICC2 = ISB 

 [3] VCCは、wake-up timeのゼロ時間から 1.08V以上である必要があります。 

3.6.2 AC電気特性 

表 3-24 User Flashのタイミングパラメータ User Flashのタイミングパラメータ[1], 

[4], [5] 

ユーザーモード パラメータ 記号 最小値 最大値 単位 

アクセス時間 

WC1 

Tacc
[2] 

- 25 ns 

TC - 22 ns 

BC - 21 ns 

LT - 21 ns 

WC - 25 ns 

プログラミング/消去からデータ保存までのセ

ットアップ時間 
Tnvs 5 - μs 

データ保存のホールド時間 Tnvh 5 - μs 
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ユーザーモード パラメータ 記号 最小値 最大値 単位 

データ保存のホールド時間(マス消去) Tnvh1 100 - μs 

データ保存からプログラミングまでのセット

アップ時間 
Tpgs 10 - μs 

プログラミングのホールド時間 Tpgh 20 - ns 

プログラミング時間 Tprog 8 16 μs 

書き込みの準備時間 Twpr >0 - ns 

書き込みのホールド時間 Twhd >0 - ns 

制御信号から書き込み/消去までのセットアッ

プ時間 
Tcps -10 - ns 

SEから読み出しまでのセットアップ時間 Tas 0.1 - ns 

SEパルスのHighレベル時間 Tpws 5 - ns 

アドレス/データのセットアップ時間 Tads 20 - ns 

アドレス/データのホールド時間 Tadh 20 - ns 

データのホールド時間 Tdh 0.5 - ns 

読み出しモードのア

ドレスのホールド時

間 

WC1 Tah 25 - ns 

TC - 22 - ns 

BC - 21 - ns 

LT - 21 - ns 

WC - 25 - ns 

SEパルスのLowレベル時間 Tnws 2 - ns 

リカバリー時間 Trcv 10 - μs 

データ保持時間 Thv
[3] - 6 ms 

消去時間 Terase 100 120 ms 

マス消去時間 Tme 100 120 ms 

パワーダウンから待機モードまでのWake-up

時間 
Twk_pd 7 - μs 

待機のホールド時間 Tsbh 100 - ns 

VCCのセットアップ時間 Tps 0 - ns 

VCCXのホールド時間 Tph 0 - ns 

注記： 

 [1]これらの数値はシミュレーションデータに過ぎません。 

 [2]信号 XADR、YADR、XE、及び YEが有効になった後、Taccの開始時間は SE信号

の立ち上がりエッジになります。読み出されたデータ DOUTは、次の有効な読み出

しまで保存されます。 

 [3 ]Thv(Cumulative program high voltage period)は書き込みの開始から次のデータ消

去までの累積時間です。次の消去前に同じアドレスに 2回書き込むことはできませ

ん。次の消去前に同じメモリユニットに 2回書き込むことはできません。このよう

な制限は安全のためです。 

 [4]すべての波形には、1nsの立ち上がりエッジ時間と 1nsの立ち下がりエッジ時間

があります。 
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 [5]制御信号 X、YADR、XE、及び YEは少なくとも Taccホールドする必要があり、

Taccは SEの立ち上がりエッジから開始します。 

3.6.3 タイミング図 

図 3-1読み出しタイミング 

 

図 3-2プログラミングタイミング 

 

図 3-3消去タイミング 
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3.7 コンフィギュレーション・インターフェースのタイミン

グ仕様 

GW1NSERシリーズ安全 FPGA製品は、AUTO BOOTモード、

DUAL BOOTモード、MSPIモード、SSPIモード、CPUモード、

SERIALモードの 6つ GowinCONFIGのコンフィギュレーション・モー

ドをサポートします。詳細については、『Gowin FPGA製品プログラミン

グ・コンフィギュレーション ユーザーガイド(UG290)』を参照してくだ

さい。

http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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4デバイス購入情報 

4.1 デバイス・オーダー・コード 
注記： 

 デバイスのパッケージおよびピンの詳細については、1.2製品情報一覧および 1.3パ

ッケージ情報一覧を参照してください。 

 同じスピードグレードの LittleBeeファミリーと Aroraファミリーのデバイスは、異

なる速度を持っています。 

 Gowinデバイスのスピードグレードは、C6/I5、C5/I4などの二重ラベルでマークさ

れます。チップはインダストリアルグレードの規格で選別されたため、インダスト

リアル・アプリケーション(I)とコマーシャル・アプリケーション(C)の両方に対応で

きます。インダストリアルグレードの最高温度は 100℃、コマーシャルグレードの

最高温度は 85℃であるため、チップの、コマーシャル・アプリケーションでのスピ

ードグレードが 6の場合、インダストリアル・アプリケーションでのスピードグレ

ードは 5になります。 

図 4-1 GW1NSER-4Cのデバイス・オーダー・コード–ES 

-

Product Series

GW1NSER

Logic Density

4: 4,608 LUTs

Core Supply Voltage

LV  Vcc:1.2V

Optional Suffix

ES: Engineering Sample

Package Type

QN48P (QFN48P, 0.4mm)

QN48G (QFN48G, 0.4mm)

GW1NSER XX XXXXXX ESX

C:ARM Cortex-M3

C X

P: HyperRAM Embedded

G: NOR Flash Embedded
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図 4-2 GW1NSER-4Cのデバイス・オーダー・コード–Production 

-

Product Series

GW1NSER

Logic Density

4: 4,608 LUTs

Core Supply Voltage

LV  Vcc:1.2V

Grade

C Commercial 

I Industrial 

Package Type

QN48P (QFN48P, 0.4mm；

              P: HyperRAM Embedded)

QN48G (QFN48G, 0.4mm；

              G: NOR Flash Embedded)

GW1NSER XX XXXXXX CX/IXX

Speed 

4 Slowest /5 /6 /7 Fastest

C:ARM Cortex-M3

C
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4.2 デバイスのパッケージマーク 

GOWINセミコンダクターのチップの表面にデバイス情報が印刷され

ています(図 4-3)。 

図 4-3パッケージのマーク例 

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWW

   LLLLLLLLL

   XXXXXXXXXXXXXXXXX

   YYWW

   LLLLLLLLL

Part Number

Date Code

Lot Number

Part Number
[1]

Date Code

Lot Number

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWWX

   LLLLLLLLL

   XXXXXXXXXXXXXXXXX

   YYWWX

   LLLLLLLLL

Part Number

Date Code
[2]

Lot Number

Part Number
[1]

Date Code
[2]

Lot Number

    XXXXXXXXXXXXXXXXX
    YYWWXXXX

    LLLLLLLLL

Part Number

Date Code

Lot Number

   XXXXXXXXXX

   XXXXXXXXXX

   YYWWXXXX

    LLLLLLLLL

Part Number
[1]

Date Code

Lot Number

[3]

[3]

[3]

 

注記： 

 [1]上の右図の一行目と二行目は両方とも「Part Number」(部品番号)です。 

 [2]最後の「X」は Xバージョンのデバイスを示します。 

 [3]パッケージのマークに Gowinロゴが付いているかどうかは、パッケージタイプ、

パッケージサイズ、部品番号の長さによって決まります(上記の図はパッケージマー

クの一例にすぎません)。 
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5本マニュアルについて 

5.1 マニュアルの内容 

本マニュアルには、主に GOWINセミコンダクターGW1NSERシリ

ーズ FPGA製品の特徴、リソース情報、内部構造、電気特性、及びデバ

イス購入情報などが含まれています。ユーザーが GOWINセミコンダクタ

ーGW1NSERシリーズ FPGA製品を使いこなせるよう作成されていま

す。 

5.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユーザ

ーガイド(UG290) 

 GW1NSERシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザー

ガイド(UG884) 

 GW1NSER-4Cデバイス Pinout(UG883) 

5.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 5-1に示し

ます。 

表 5-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

ADC Analog to Digital Converter A/Dコンバータ 

AHB Advanced High performance Bus AHBシステムバス 

ALU Arithmetic Logic Unit 算術論理演算装置 

APB Advanced Peripheral Bus APBペリフェラルバス 

ARM Advanced RISC Machine 高度な RISCマシン 

BSRAM Block Static Random Access Memory ブロック SRAM 

CLS Configurable Logic Section コンフィギャラブル論理セクション 

CLU Configurable Logic Unit コンフィギャラブル論理ユニット 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG884J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG883J.pdf
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用語、略語 正式名称 意味 

CRU Configurable Routing Unit コンフィギャラブル配線ユニット 

DAP Debug Access Port デバッグ・アクセス・ポート 

DCS Dynamic Clock Selector ダイナミック・クロック・セレクタ 

DNL Differential Nonlinearity 微分非直線性 

DP True Dual Port 16K BSRAM 16Kのデュアル・ポート BSRAM 

DQCE Dynamic Quadrant Clock Enable 
ダイナミック・クォドラント・クロ

ック・イネーブル 

DWT Data Watchpoint Trace 
データウォッチポイントおよびトレ

ース 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラマブル・ゲー

ト・アレイ 

GPIO Gowin Programmable IO Gowinプログラマブル汎用 IO 

INL Integral Nonlinearity 積分非直線性 

IOB Input/Output Block 入出力ブロック 

ITM Instrumentation Trace Module 計装トレースマクロセル 

LSB Least Significant Bit 最下位ビット 

LUT4 4-input Look-up Table 4入力ルックアップテーブル 

NVIC Nested Vector Interrupt Controller 
ネスト型ベクタ割り込みコントロー

ラ 

PHY Physical Layer 物理層 

PLL Phase-locked Loop 位相同期回路 

QN QFN QFNパッケージ 

REG Register レジスタ 

SAR Successive Approximation Register 逐次比較型 

SDP Semi Dual Port 16K BSRAM 
16Kのセミ・デュアル・ポート
BSRAM 

SFDR Spurious-freeDynamic Range 
スプリアスフリー・ダイナミックレ

ンジ 

SINAD Signal to Noise And Distortion 信号対雑音 + 歪み比 

SoC System on Chip システム・オン・チップ 

SP Single Port 16K BSRAM 16Kのシングル・ポート BSRAM 

SSRAM 
Shadow Static Random Access 
Memory 

分散 SRAM 

TDM Time Division Multiplexing 時分割多重化 

Timer Timer タイマー 

TimeStamp TimeStamp タイムスタンプ 

TPIU Trace Port Interface Unit 
トレース・ポート・インタフェー

ス・ユニット 

UART 
Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter 

汎用非同期送受信回路 

USB Universal Serial Bus ユニバーサル・シリアル・バス 

Watchdog Watchdog ウォッチドッグ 
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5.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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